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(57)【要約】
【課題】画像信号の電位の振れ幅を抑制することができ
る技術を提供する。
【解決手段】画像表示装置であって、一端部から他端部
への電流によって発光する発光素子と、第１、第２、第
３電極を有し、該第１電極が他端部に対して電気的に接
続され、第１電極と第２電極との間に流れる電流を、第
３電極に付与される電位によって調整する駆動トランジ
スタと、発光素子に対して電気的に並列に接続される抵
抗部材とを備える。そして、一端部と第２電極との間に
一端部の方が電位が高くなるように電圧が印加された状
態で、第３電極に付与される電位の変化に応じて、一端
部と他端部との間の電圧が発光素子の閾値電圧を超える
場合は、一端部と他端部との間に電流が流れて発光素子
が発光する。また、一端部と他端部との間の電圧が発光
素子の閾値電圧以下となる場合は、抵抗部材に電流が流
れ、一端部と他端部との間に電流が流れず、発光素子が
発光しない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部から他端部に向けて電流が流れることで発光する発光素子と、
　第１電極、第２電極、および第３電極を有し、該第１電極が前記他端部に対して電気的
に接続され、前記第１電極と前記第２電極との間に流れる電流を、前記第３電極に付与さ
れる電位によって調整する駆動トランジスタと、
　前記発光素子に対して電気的に並列に接続される抵抗部材と、
を備え、
　前記一端部と前記第２電極との間に前記一端部の方が電位が高くなるように電圧が印加
された状態で、前記第３電極に付与される電位の変化に応じて、前記一端部と前記他端部
との間の電圧が前記発光素子の閾値電圧を超える場合は、前記一端部と前記他端部との間
に電流が流れて前記発光素子が発光し、前記一端部と前記他端部との間の電圧が前記発光
素子の閾値電圧以下となる場合は、前記抵抗部材に電流が流れ、前記一端部と前記他端部
との間に電流が流れず、前記発光素子が発光しないことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　一端部から他端部に向けて電流が流れることで発光する発光素子と、
　第１電極、第２電極、および第３電極を有し、該第２電極が前記一端部に対して電気的
に接続され、前記第１電極と前記第２電極との間に流れる電流を、前記第３電極に付与さ
れる電位によって調整する駆動トランジスタと、
　前記発光素子に対して電気的に並列に接続される抵抗部材と、
を備え、
　前記第１電極と前記他端部との間に前記第１電極の方が電位が高くなるように電圧が印
加された状態で、前記第３電極に付与される電位の変化に応じて、前記一端部と前記他端
部との間の電圧が前記発光素子の閾値電圧を超える場合は、前記一端部と前記他端部との
間に電流が流れて前記発光素子が発光し、前記一端部と前記他端部との間の電圧が前記発
光素子の閾値電圧以下となる場合は、前記抵抗部材に電流が流れ、前記一端部と前記他端
部との間に電流が流れず、前記発光素子が発光しないことを特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、
　前記抵抗部材が、第４、第５、第６電極を有し、前記第４電極と前記第５電極との間に
流れる電流を、前記第６電極に付与される電位によって調整する調整トランジスタを含み
、
　前記第４電極が、前記一端部に対して電気的に接続され、
　前記第５電極が、前記他端部および前記第６電極に対して電気的に接続されることを特
徴とする画像表示装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、
　前記抵抗部材が、第４、第５、第６電極を有し、前記第４電極と前記第５電極との間に
流れる電流を、前記第６電極に付与される電位によって調整する第１調整トランジスタと
、第７、第８、第９電極を有し、前記第７電極と前記第８電極との間に流れる電流を、前
記第９電極に付与される電位によって調整する第２調整トランジスタとを含み、
　前記第４電極が、前記第８電極に対して電気的に接続され、
　前記第５電極が、前記他端部および前記第６電極に対して電気的に接続され、
　前記第７電極が、前記一端部および前記第９電極に対して電気的に接続されることを特
徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の画像表示装置であって、
　第１０、第１１、第１２電極を有し、前記第１０電極と前記第１１電極との間に流れる
電流を、前記第１２電極に印加される電位によって調整する補償用トランジスタ、
を更に備え、
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　前記第１０電極が、前記第１電極に対して電気的に接続され、
　前記第１１電極が、前記第３電極に対して電気的に接続されることを特徴とする画像表
示装置。
【請求項６】
　請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、
　前記抵抗部材が、一端と他端との間に印加される電圧と、前記一端と前記他端との間を
流れる電流とが、略比例関係を有する抵抗素子を含むことを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電界発光を利用した有機ＥＬ(Electroluminescent)素子を用いた画像表示装
置が知られている（例えば、特許文献１など）。
【０００３】
　この特許文献１で開示された画像表示装置では、有機ＥＬ素子の発光前に、有機ＥＬ素
子に対して直列に接続された駆動トランジスタにおいてソースを基準としたゲートの電位
（ゲート電圧）が適宜設定されることで、ドレイン電流が制御されて、所望の発光輝度が
得られる。そして、上記駆動トランジスタには、アモルファスのシリコン（以下「ｓ－Ｓ
ｉ」と称する）を用いた薄膜電界効果トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Film field-effect T
ransistor）が頻繁に適用される。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－６００７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ａ－Ｓｉを用いたＴＦＴ（ａ－ＳｉＴＦＴ）では、ゲート電圧を０Ｖと
しても、微量のドレイン電流が流れる性質を有する。このため、ドレイン電流が全く流れ
ない状態に設定するためには、ゲート電圧を負の電圧に設定する必要がある。そして、ａ
－ＳｉＴＦＴでは、図２９の曲線Ｃv0で示すように、ゲート電圧Ｖgが正の場合には、ゲ
ート電圧Ｖgの変化に対して、ドレイン電流Ｉdの変化が比較的大きい状態（感度の良い状
態）となる。一方、ゲート電圧Ｖgが負の場合には、ゲート電圧Ｖgの変化に対して、ドレ
イン電流Ｉdの変化が顕著に小さな状態（感度が悪い状態）となる。したがって、ａ－Ｓ
ｉＴＦＴにおいて微量のドレイン電流Ｉdが流れない状態とするためには、ゲート電圧Ｖg

をある程度大きな負の電圧とする必要がある。
【０００６】
　例えば、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ：Organic light-emitting diode）によって構
成される有機エレクトロルミネッセンス（有機ＥＬ：Organic Electro-Luminescence）素
子と、ａ－ＳｉＴＦＴによって構成される駆動トランジスタとが直列に接続された画素回
路では、駆動トランジスタのゲート電圧を０Ｖにしても微量なドレイン電流によって有機
ＥＬ素子が点灯してしまう。このため、有機ＥＬ素子において低輝度の発光および無発光
を実現するためには、駆動トランジスタのゲート電圧をある程度大きな負の電圧とする必
要がある。したがって、各画素回路に画像信号を付与する画像信号線の電位の振れ幅を広
くする必要性があり、画像信号の電位を調整するドライバなどの回路の複雑化、大型化、
および高コスト化などの種々の不具合を招いていた。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、画像信号の電位の振れ幅を抑制する
ことができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】



(4) JP 2010-79056 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、画像表示装置であって、一端部から
他端部に向けて電流が流れることで発光する発光素子と、第１電極、第２電極、および第
３電極を有し、該第１電極が前記他端部に対して電気的に接続され、前記第１電極と前記
第２電極との間に流れる電流を、前記第３電極に付与される電位によって調整する駆動ト
ランジスタと、前記発光素子に対して電気的に並列に接続される抵抗部材とを備える。そ
して、前記画像表示装置では、前記一端部と前記第２電極との間に前記一端部の方が電位
が高くなるように電圧が印加された状態で、前記第３電極に付与される電位の変化に応じ
て、前記一端部と前記他端部との間の電圧が前記発光素子の閾値電圧を超える場合は、前
記一端部と前記他端部との間に電流が流れて前記発光素子が発光する。また、前記画像表
示装置では、前記一端部と前記他端部との間の電圧が前記発光素子の閾値電圧以下となる
場合は、前記抵抗部材に電流が流れ、前記一端部と前記他端部との間に電流が流れず、前
記発光素子が発光しない。
【０００９】
　また、請求項２の発明は、画像表示装置であって、一端部から他端部に向けて電流が流
れることで発光する発光素子と、第１電極、第２電極、および第３電極を有し、該第２電
極が前記一端部に対して電気的に接続され、前記第１電極と前記第２電極との間に流れる
電流を、前記第３電極に付与される電位によって調整する駆動トランジスタと、前記発光
素子に対して電気的に並列に接続される抵抗部材と、を備える。そして、前記画像表示装
置では、前記第１電極と前記他端部との間に前記第１電極の方が電位が高くなるように電
圧が印加された状態で、前記第３電極に付与される電位の変化に応じて、前記一端部と前
記他端部との間の電圧が前記発光素子の閾値電圧を超える場合は、前記一端部と前記他端
部との間に電流が流れて前記発光素子が発光する。また、前記画像表示装置では、前記一
端部と前記他端部との間の電圧が前記発光素子の閾値電圧以下となる場合は、前記抵抗部
材に電流が流れ、前記一端部と前記他端部との間に電流が流れず、前記発光素子が発光し
ない。
【００１０】
　また、請求項３の発明は、請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、前
記抵抗部材が、第４、第５、第６電極を有し、前記第４電極と前記第５電極との間に流れ
る電流を、前記第６電極に付与される電位によって調整する調整トランジスタを含む。そ
して、この画像表示装置では、前記第４電極が、前記一端部に対して電気的に接続され、
前記第５電極が、前記他端部および前記第６電極に対して電気的に接続される。
【００１１】
　また、請求項４の発明は、請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、前
記抵抗部材が、第４、第５、第６電極を有し、前記第４電極と前記第５電極との間に流れ
る電流を、前記第６電極に付与される電位によって調整する第１調整トランジスタと、第
７、第８、第９電極を有し、前記第７電極と前記第８電極との間に流れる電流を、前記第
９電極に付与される電位によって調整する第２調整トランジスタとを含む。そして、この
画像表示装置では、前記第４電極が、前記第８電極に対して電気的に接続され、前記第５
電極が、前記他端部および前記第６電極に対して電気的に接続され、前記第７電極が、前
記一端部および前記第９電極に対して電気的に接続される。
【００１２】
　また、請求項５の発明は、請求項４に記載の画像表示装置であって、第１０、第１１、
第１２電極を有し、前記第１０電極と前記第１１電極との間に流れる電流を、前記第１２
電極に印加される電位によって調整する補償用トランジスタ、を更に備える。そして、こ
の画像表示装置では、前記第１０電極が、前記第１電極に対して電気的に接続され、前記
第１１電極が、前記第３電極に対して電気的に接続される。
【００１３】
　また、請求項６の発明は、請求項１または請求項２に記載の画像表示装置であって、前
記抵抗部材が、一端と他端との間に印加される電圧と、前記一端と前記他端との間を流れ
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る電流とが、略比例関係を有する抵抗素子を含む。
【００１４】
　＜用語に関する記載＞
　本明細書において、「電気的に接続される」という文言は、一方の部材と他方の部材と
が配線などを介して常に導通可能に接続されている態様、および一方の部材と他方の部材
とが、導電性を有する配線などだけでなく、その他の部材によって間接的に接続されてい
る態様の双方を含む意味で用いられる。つまり、「電気的に接続される」という文言は、
他の部材の状態（例えば、トランジスタのソースとドレインとの間で電流が流れ得る導通
状態）に応じて、一方の部材と他方の部材とが配線およびその他の部材によって導通可能
に接続される態様をも含む意味で用いられる。
【００１５】
　また、本明細書における「ゲート電圧」とは、ソースの電位を基準としたゲートの電位
、すなわちソースとゲートとの間の電位差のことを言い、適宜「Ｖg」で表現する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、発光素子の両端に印加される電圧が閾値電圧を超える場合には発光素
子に電流が流れて該発光素子が発光するが、発光素子の両端に印加される電圧が閾値電圧
以下の場合には、抵抗部材に電流が流れて、発光素子に電流が流れず、該発光素子が発光
しないため、駆動トランジスタのゲート電圧を設定するための画像信号の電位の振れ幅を
抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　＜第１実施形態＞
　　＜画像表示装置の概略＞
　図１は、本発明の実施形態に係る画像表示装置１Ａの概略構成を例示する図である。
【００１９】
　画像表示装置１Ａは、画像信号に応じた動画や静止画などといった各種画像を表示する
電子機器である。この画像表示装置１Ａは、例えば、略長方形の輪郭を有する有機ＥＬデ
ィスプレイ(organic electroluminescence display)、および各種信号が入力されるドラ
イバ手段を有する表示部２００Ａを備える。なお、有機ＥＬディスプレイは、有機材料に
電流を流すことで材料自らが発光する自発光型の発光素子を有する。
【００２０】
　　＜表示部の概略構成＞
　図２は、表示部２００Ａの概略構成を示すブロック図である。なお、図２では、方位関
係を明確化するために直交するＸＹの２軸が示されている。
【００２１】
　表示部２００Ａは、有機ＥＬディスプレイＡＡ、タイミング発生回路ＴＣ、給電制御部
ＥＣ、画像信号線駆動回路（Ｘドライバ）Ｘd、および走査信号線駆動回路（Ｙドライバ
）Ｙdを備えている。
【００２２】
　有機ＥＬディスプレイＡＡには、多数の画素回路７Ａが縦方向（Ｙ方向）ならびに横方
向（Ｘ方向）に沿ってマトリックス状（すなわち格子状）に配列されている。そして、Ｙ
方向に平行な画素回路７Ａの列ごとに画像信号線Ｌisがそれぞれ設けられ、各画像信号線
Ｌisが複数の画素回路７Ａに対して電気的に共通に接続されている。また、Ｘ方向に平行
な画素回路７Ａの行ごとに、走査信号線Ｌssがそれぞれ設けられ、各走査信号線Ｌssが複
数の画素回路７Ａに対して電気的に共通に接続されている。
【００２３】
　タイミング発生回路ＴＣは、外部から送られてくる画像データ（例えば、ＲＧＢの画素
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信号）Ｄに同期させて、ＸドライバＸdから各画像信号線Ｌisに対する画素信号の供給タ
イミングを制御する信号をＸドライバＸdに対して送出する。そして、ＹドライバＹdから
各走査信号線Ｌssに対する走査信号の供給タイミングを制御する信号をＹドライバＹdに
対して送出する。
【００２４】
　ＸドライバＸdは、タイミング発生回路ＴＣからの信号に応答して、画像信号線Ｌisに
対して画素信号を供給する。一方、ＹドライバＹdは、タイミング発生回路ＴＣからの信
号に応答して、走査信号線Ｌssに対して走査信号を供給する。このようなタイミング発生
回路ＴＣの制御により、画像信号線Ｌisを介して各画素回路７Ａに画素信号が適宜供給さ
れる。
【００２５】
　給電制御部ＥＣは、各画素回路７Ａに対する電力（具体的には発光などに要する電力）
の供給を制御する部分であり、ハードウェアすなわち回路構成によって実現されても良い
し、ソフトウェアがＣＰＵで実行されることで実現されても良い。
【００２６】
　　＜画素回路の構成＞
　図３は、画像表示装置１Ａを構成する１画素分の画素回路（駆動回路）７Ａの構成例を
示す図である。
【００２７】
　画素回路７Ａは、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ）１、駆動トランジスタ２、走査用トランジ
スタ３、コンデンサ４、および調整トランジスタ５を備えている。
【００２８】
　有機ＥＬ素子１は、有機物などで構成され、アノード電極１ａからカソード電極１ｂに
向けて発光層を流れる電流の量（電流量）によって発光輝度が変化する発光素子である。
アノード電極１ａは、有機ＥＬ素子１の発光時に正の高電位（例えば、＋１０Ｖなど）が
印加される給電部Ｐvdに対して電気的に接続されている。そして、アノード電極１ａは、
接続点Ｃｐ３を介して調整トランジスタ５の第４電極５ｄｓに対して電気的に接続されて
いる。なお、本実施形態では、アノード電極１ａが本発明の「一端部」に相当する。また
、カソード電極１ｂは、駆動トランジスタ２を介して接地されている。そして、カソード
電極１ｂは、接続点Ｃｐ４，Ｃｐ５を順次に介して調整トランジスタ５の第５および第６
電極５ｓｄ，５ｇに対して電気的に接続されている。なお、本実施形態では、カソード電
極１ｂが本発明の「他端部」に相当する。
【００２９】
　駆動トランジスタ２は、有機ＥＬ素子１に対して電気的に直列に接続され、有機ＥＬ素
子１における電流量を調整することで有機ＥＬ素子１の発光輝度を制御するトランジスタ
である。ここでは、駆動トランジスタ２は、キャリアが電子であるタイプ（ｎ型）のＭＩ
Ｓ(Metal Insulator Semiconductor）構造を採用した電界効果トランジスタ（FET:Field 
Effect Transistor）の一種である薄膜トランジスタ（TFT：Thin Film Transistor）、す
なわちｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって構成されている。
【００３０】
　この駆動トランジスタ２は、第１から第３電極２ｄｓ，２ｓｄ，２ｇを有している。第
１電極２ｄｓは、接続点Ｃｐ４を介して有機ＥＬ素子１のカソード電極１ｂに対して電気
的に接続され、有機ＥＬ素子１が発光する際、すなわち有機ＥＬ素子１に対して順方向の
電流が流れる際にドレイン電極（以下「ドレイン」と略称する）として機能する。一方、
有機ＥＬ素子１に対して逆方向に電圧が印加される際には、第１電極２ｄｓは逆にソース
電極（以下「ソース」と略称する）として機能する。また、第１電極２ｄｓは、接続点Ｃ
ｐ４，Ｃｐ５を順次に介して調整トランジスタ５の第５および第６電極５ｓｄ，５ｇに対
して電気的に接続されている。第２電極２ｓｄは、接続点Ｃｐ２を介して接地させるため
の配線（接地用配線）Ｇdおよびコンデンサ４の他方電極４ｂに対して電気的に接続され
、有機ＥＬ素子１に対して順方向の電流が流れる際にソース電極（ソース）として機能す
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る。一方、有機ＥＬ素子１に対して逆方向に電圧が印加される際には、第２電極２ｓｄは
逆にドレイン電極（ドレイン）として機能する。更に、第３電極２ｇは、いわゆるゲート
電極（以下「ゲート」と略称する）であり、接続点Ｃｐ１を介して走査用トランジスタ３
の第８電極３ｓｄ、およびコンデンサ４の一方電極４ａに対して電気的に接続されている
。
【００３１】
　また、駆動トランジスタ２では、第３電極２ｇに付与される電位、より詳細には第１電
極２ｄｓまたは第２電極２ｓｄと第３電極２ｇとの間（すなわちゲートとソースとの間）
に印加される電圧値が調整されることで、第１電極２ｄｓと第２電極２ｓｄとの間（以下
「第１－２電極間」とも称する）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そし
て、この第３電極（ゲート）２ｇに付与される電位により、駆動トランジスタ２は、第１
－２電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態
）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【００３２】
　調整トランジスタ５は、駆動トランジスタ２と略同一の性能を有し、給電部Ｐvdと接地
用配線Ｇdとの間において、有機ＥＬ素子１に対して電気的に並列に接続され、且つ駆動
トランジスタ２に対して電気的に直列に接続されている。そして、この調整トランジスタ
５は、第４から第６電極５ｄｓ，５ｓｄ，５ｇを有している。第４電極５ｄｓは、接続点
Ｃｐ３を介して有機ＥＬ素子１のアノード電極１ａおよび給電部Ｐvdに対して電気的に接
続されている。また、第５および第６電極５ｓｄ，５ｇは、接続点Ｃｐ５，Ｃｐ４を順次
に介して有機ＥＬ素子１のカソード電極１ｂおよび駆動トランジスタ２の第１電極２ｄｓ
に対してそれぞれ電気的に接続されている。更に、第５電極５ｓｄは、接続点Ｃｐ５を介
してゲートである第６電極５ｇに対して電気的に接続されている。
【００３３】
　また、調整トランジスタ５では、第６電極５ｇに付与される電位、より詳細には第４電
極５ｄｓまたは第５電極５ｓｄと第６電極５ｇとの間（すなわちゲートとソースとの間）
に印加される電圧値が調整されることで、第４電極５ｄｓと第５電極５ｓｄとの間（以下
「第４－５電極間」とも称する）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そし
て、この第６電極（ゲート）５ｇに付与される電位により、調整トランジスタ５は、第４
－５電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態
）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。なお、本実施形態
では、調整トランジスタ５が本発明の「抵抗部材」に相当する。
【００３４】
　走査用トランジスタ３は、画像信号線Ｌisの電位を駆動トランジスタ２の第３電極（ゲ
ート）２ｇに付与するタイミングを制御するトランジスタである。ここでは、走査用トラ
ンジスタ３も、駆動トランジスタ２と同様にｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって構成されて
いる。
【００３５】
　この走査用トランジスタ３は、第７から第９電極３ｄｓ，３ｓｄ，３ｇを有している。
そして、第７電極３ｄｓは、画像信号線Ｌisに対して電気的に接続されている。また、第
８電極３ｓｄは、接続点Ｃｐ１を介して駆動トランジスタ２の第３電極（ゲート）２ｇお
よびコンデンサ４の一方電極４ａに対して電気的に接続されている。更に、第９電極３ｇ
は、いわゆるゲートとして機能し、走査信号線Ｌssに対して電気的に接続されている。
【００３６】
　また、走査用トランジスタ３では、第９電極３ｇに付与される電位、より具体的には第
７電極３ｄｓまたは第８電極３ｓｄと第９電極３ｇとの間（すなわちゲートとソースとの
間）に印加される電圧値が調整されることで、第７電極３ｄｓと第８電極３ｓｄとの間（
以下「第７－８電極間」とも称する）における電流量が調整される。そして、この第９電
極（ゲート）３ｇに付与される電位により、走査用トランジスタ３は、第７－８電極間（
ドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態）と、電流が流れ得な
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い状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【００３７】
　コンデンサ４は、一方および他方電極４ａ，４ｂを有している。そして、一方電極４ａ
は、接続点Ｃｐ１を介して、駆動トランジスタ２の第３電極２ｇおよび走査用トランジス
タ３の第８電極３ｓｄに対して電気的に接続されている。また、他方電極４ｂは、接続点
Ｃｐ２を介して、駆動トランジスタ２の第２電極２ｓｄおよび接地用配線Ｇdに対して電
気的に接続されている。
【００３８】
　なお、ここでは、１つの画素回路７Ａに着目して説明したが、有機ＥＬディスプレイＡ
Ａ全体では、画素回路７Ａが多数存在する。
【００３９】
　　＜有機ＥＬ素子の発光に関する駆動方法＞
　図４は、有機ＥＬ素子１を発光させる際の信号波形（駆動波形）を示すタイミングチャ
ートである。具体的には、図４では、時間順次に有機ＥＬ素子１が３回の発光する際の駆
動波形を示すタイミングチャートが示されている。そして、図４では、横軸が時刻を示し
、上から順に、(ａ)走査信号線Ｌssに付与される電位（電位Ｖsl）、(ｂ)画像信号線Ｌis

に付与される電位（電位Ｖis）の波形が示されている。なお、電位Ｖisは、各有機ＥＬ素
子１の発光輝度によって決まる任意の値（以下「Ｖdata」と称する）であるため、図４で
は、当該電位が存在し得る範囲に斜線ハッチングが便宜的に付されている。また、ここで
は、給電部Ｐvdには一定の正の高電位（＋１０Ｖ）が付与されているものとする。以下、
図４を参照しつつ、有機ＥＬ素子１の発光動作について説明する。
【００４０】
　時刻ｔ１において、電位Ｖisが基準電位の０Ｖから正の任意の電位Ｖdataに設定される
。続いて、時刻ｔ２において、電位Ｖslが低電位ＶgLから高電位ＶgHに設定される。この
とき、走査用トランジスタ３が導通状態となり、第３電極（ゲート）２ｇに電位Ｖdataが
付与されて、駆動トランジスタ２のゲート電圧ＶgがＶdataとなる。その結果、電位Ｖdat

aに応じた電流が第１－２電極間に流れるとともに、電位Ｖdataに応じた電流が有機ＥＬ
素子１のアノード電極１ａからカソード電極１ｂに向けて流れて、有機ＥＬ素子１が電位
Ｖdataに応じた輝度で発光する。次に、時刻ｔ３において、電位Ｖisが電位Ｖdataから基
準電位の０Ｖに設定される。このとき、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgが０Ｖとな
り、有機ＥＬ素子１の発光が終了する。そして、時刻ｔ４において、電位Ｖslが高電位Ｖ

gHから低電位ＶgLに変更される。
【００４１】
　そして、時刻ｔ５～ｔ８および時刻ｔ９～ｔ１２では、時刻ｔ１～ｔ４と同様な動作が
それぞれ行われ、所定の時間間隔（例えば、１／６０秒）で有機ＥＬ素子１の発光が開始
される。ここでは、時間順次に有機ＥＬ素子１が３回の発光する際の駆動について説明し
たが、実際には、画像の表示期間に応じて時間順次に有機ＥＬ素子１が多数回発光する。
【００４２】
　　＜調整トランジスタの特性と調整トランジスタによるメリット＞
　図５は、調整トランジスタ５の特性を模式的に示す図である。図５では、横軸が電位を
示し、縦軸が電流を示している。そして、調整トランジスタ５の第５電極５ｓｄの電位を
基準とした第４電極５ｄｓの電位、すなわち第４電極５ｄｓと第５電極５ｓｄとの間の電
位差（電圧）Ｖ50と、第４電極５ｄｓから第５電極５ｓｄに向けた電流Ｉ50との関係が曲
線Ｃr5で示されている。
【００４３】
　図５で示すように、電圧Ｖ50が０Ｖ以上である場合には、第５電極（ソース）５ｓｄと
第６電極（ゲート）５ｇとが電気的に接続されているため、ゲートとソースとの間の電位
差（ゲート電圧）が０Ｖとなる。したがって、電圧Ｖ50が０Ｖ以上である場合には、電圧
Ｖ50の上昇とともに、電流Ｉ50が増加して、図２９でも示したようにゲート電圧が０Ｖで
ある場合の電流Ｉd0で一定となる。つまり、接続点Ｃｐ４の電位よりも接続点Ｃｐ３の電
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位の方が高ければ、第４－５電極間に電流Ｉd0以下の電流が流れる。
【００４４】
　図６は、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgと有機ＥＬ素子１を流れる電流との関係
を示す図である。図６では、横軸が電圧を示し、縦軸が電流を示している。そして、駆動
トランジスタ２のゲート電圧Ｖgと、有機ＥＬ素子１のアノード電極１ａからカソード電
極１ｂに向けて流れる電流Ｉodとの関係が太い曲線Ｃodで示されている。なお、図６では
、図２９で示したように仮に有機ＥＬ素子１に対して電気的に並列に調整トランジスタ５
が接続されていない場合における駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgと有機ＥＬ素子１
を流れる電流Ｉodとの関係が、細い曲線Ｃ1で示されている。
【００４５】
　曲線Ｃ1で示すように、仮に、調整トランジスタ５が存在していなければ、ゲート電圧
Ｖgを０Ｖとしても電流Ｉodが正の電流Ｉd0となる。このため、有機ＥＬ素子１において
低輝度の発光および無発光を実現するためには、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgを
ある程度大きな負の電圧とする必要がある。
【００４６】
　これに対して、本実施形態に係る画素回路７Ａでは、有機ＥＬ素子１に対して調整トラ
ンジスタ５が電気的に並列に接続されており、図５で示すように、電圧Ｖ50が０Ｖ以上で
ある場合には、電圧Ｖ50の上昇とともに、電流Ｉ50が増加して、電流Ｉd0で一定となる。
このため、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgが０Ｖの場合には、駆動トランジスタ２
の第１－２電極間を流れる電流Ｉd0が、有機ＥＬ素子１に流れることなく、調整トランジ
スタ５の第４－５電極間を流れる。
【００４７】
　したがって、曲線Ｃodで示すように、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgが０Ｖの場
合には、有機ＥＬ素子１のアノード電極１ａからカソード電極１ｂに向けて電流が流れな
い。そして、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgを０Ｖから徐々に上昇させると、接続
点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間に印加される電圧が徐々に上昇し、電流Ｉodが増加する。
つまり、接続点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間に印加される電圧が所定の閾値電圧以下の場
合、調整トランジスタ５の第４－５電極間を電流が流れるが、有機ＥＬ素子１には電流が
流れない。そして、接続点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間に印加される電圧が所定の閾値電
圧を超えると、調整トランジスタ５の第４－５電極間を電流Ｉd0が流れるとともに、有機
ＥＬ素子１にも電流が流れる。
【００４８】
　図７は、有機ＥＬ素子１の両端間に印加される電圧Ｖodと、有機ＥＬ素子１を流れる電
流Ｉodとの関係を模式的に示す図である。図７では、横軸が電圧を示し、縦軸が電流を示
している。そして、接続点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間に印加される電圧、すなわち有機
ＥＬ素子１の両端間に印加される電圧Ｖodと、有機ＥＬ素子１の両端間を流れる電流Ｉod

との関係が曲線Ｃv1で示されている。図７で示すように、電圧Ｖodが閾値電圧Ｖt1に達す
るまでは、電流Ｉodは０Ａであり、電圧Ｖodが閾値電圧Ｖt1を超えると、電圧Ｖodの増加
とともに、電流Ｉodが増加していく。
【００４９】
　より詳細には、アノード電極１ａと第２電極２ｓｄとの間に第２電極２ｓｄよりもアノ
ード電極１ａの方が電位が高くなるように電圧が印加された状態で、第３電極２ｇに付与
される電位の変化に応じて、アノード電極１ａとカソード電極１ｂとの間の電圧が閾値電
圧Ｖt1を超える場合は、第１－２電極間およびアノード電極１ａとカソード電極１ｂとの
間に電流が流れて、有機ＥＬ素子１が発光する。また、アノード電極１ａと第２電極２ｓ
ｄとの間に第２電極２ｓｄよりもアノード電極１ａの方が電位が高くなるように電圧が印
加された状態で、アノード電極１ａとカソード電極１ｂとの間の電圧が閾値電圧Ｖt1以下
となる場合は、第１－２電極間に電流が流れる一方で、アノード電極１ａとカソード電極
１ｂとの間には電流が流れず、有機ＥＬ素子１が発光しない。
【００５０】
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　なお、曲線Ｃodで示す電流Ｉodは、曲線Ｃ1で示す電流から一定の電流Ｉd0を引いたも
のとなる。
【００５１】
　以上のように、第１実施形態に係る画像表示装置１Ａでは、有機ＥＬ素子１の両電極間
に印加される電圧が所定の閾値電圧を超える場合には有機ＥＬ素子１に電流が流れて該有
機ＥＬ素子１が発光する。その一方で、有機ＥＬ素子１の両電極間に印加される電圧が所
定の閾値電圧以下の場合には、調整トランジスタ５に電流が流れて、有機ＥＬ素子１に電
流が流れず、該有機ＥＬ素子１が発光しない。このため、駆動トランジスタ２のゲート電
圧Ｖgを設定するための画像信号の電位（ここではＶdata）の振れ幅を抑制することがで
きる。
【００５２】
　具体的には、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgを０Ｖ以上の正の電圧の範囲で適宜
調整することで、有機ＥＬ素子１の発光による全ての輝度の階調を実現することができる
。換言すれば、電位Ｖdataの小さな変化で効率良く有機ＥＬ素子１の発光を制御すること
ができる。したがって、画素信号の電位Ｖdataを調整するＸドライバＸdで扱う電圧の振
れ幅が小さくなるとともに、ＸドライバＸdにおける消費電力の低減を図ることができる
。このため、最新の微細プロセスを利用してＸドライバＸdを製作することが可能となり
、ＸドライバＸdの回路の小型化ならびに低コスト化を図ることができる。また、Ｘドラ
イバＸdの出力（ここでは電位Ｖdata）の振幅が小さくなっても出力の切り替えの間隔（
すなわち出力精度）は略同一で良いため、ＸドライバＸdで取り扱うビット数を低減する
ことが可能となり、ＸドライバＸdの回路の簡略化および小型化を図ることができる。
【００５３】
　なお、調整トランジスタ５が駆動トランジスタ２と電気的に直列に接続されているため
、画素回路７Ａの製造途中で、仮に有機ＥＬ素子１が設けられていない状態でも、調整ト
ランジスタ５の抵抗が存在している。このため、有機ＥＬ素子１を蒸着によって形成する
前に、調整トランジスタ５と駆動トランジスタ２とが直列に接続された回路に適宜電圧を
印加して、該回路を流れる電流を測定することで、回路の性能のテストを行うことができ
る。
【００５４】
　＜第２実施形態＞
　上記第１実施形態に係る画像表示装置１Ａでは、有機ＥＬ素子１と電気的に並列に調整
トランジスタ５が接続された。これに対して、第２実施形態に係る画像表示装置１Ｂでは
、電気的に直列に接続された第１および第２調整トランジスタ１５，１６が、有機ＥＬ素
子１１と電気的に並列に接続されている。なお、第２実施形態では、第１および第２調整
トランジスタ１５，１６が、本発明の少なくとも１つの「抵抗部材」に相当する。
【００５５】
　第２実施形態に係る画像表示装置１Ｂは、上記第１実施形態に係る画像表示装置１Ａと
比較して、概略構成は同様なものであるが、画素回路７Ａが構成が異なる画素回路７Ｂに
変更されたことで、表示部２００Ａが表示部２００Ｂに変更されたものとなっている。以
下、第１実施形態に係る画像表示装置１Ａと同様な部分については同じ符号を付して説明
を省略しつつ、第１実施形態に係る画像表示装置１Ａと異なる部分について、第２実施形
態に係る画像表示装置１Ｂについて説明する。
【００５６】
　　＜画素回路の構成＞
　図８は、本発明の第２実施形態に係る画像表示装置１Ｂを構成する１画素分の画素回路
（駆動回路）７Ｂの構成例を示す図である。
【００５７】
　画素回路７Ｂは、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ）１１、駆動トランジスタ１２、第１調整ト
ランジスタ１５、第２調整トランジスタ１６、閾値（Ｖth）補償用トランジスタ１３、お
よびコンデンサ１４を備える。
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【００５８】
　有機ＥＬ素子１１は、上記第１実施形態に係る有機ＥＬ素子１と同様な構成を有し、発
光層を流れる電流量によって発光輝度が変化する発光素子である。この有機ＥＬ素子１１
は、アノード電極１１ａとカソード電極１１ｂとを有している。なお、本実施形態では、
アノード電極１１ａが本発明の「一端部」に相当し、カソード電極１１ｂが本発明の「他
端部」に相当する。
【００５９】
　アノード電極１１ａは、給電線のうちで有機ＥＬ素子１１の発光時に高電位側となる電
源線としてのＶDD線Ｌvdに対して電気的に接続されている。そして、アノード電極１１ａ
は、接続点Ｃｎ１，Ｃｎ６を順次に介して第２調整トランジスタ１６の第７，９電極１６
ｄｓ，１６ｇに対してそれぞれ電気的に接続されている。
【００６０】
　カソード電極１１ｂは、給電線のうちで有機ＥＬ素子１１の発光時に低電位側となる電
源線としてのＶSS線Ｌvsに対して、接続点Ｃｎ２，Ｃｎ４および駆動トランジスタ１２を
順次に介して電気的に接続される。そして、カソード電極１１ｂは、接続点Ｃｎ２，Ｃｎ
４，Ｃｎ５を順次に介して調整トランジスタ５の第５および第６電極１５ｓｄ，１５ｇに
対して電気的に接続されている。さらに、カソード電極１１ｂは、接続点Ｃｎ２を介して
Ｖth補償用トランジスタ１３の第１０電極１３ｄｓに対して電気的に接続されている。
【００６１】
　駆動トランジスタ１２は、有機ＥＬ素子１１に対して電気的に直列に接続され、有機Ｅ
Ｌ素子１１における電流量を調整することで有機ＥＬ素子１１の発光輝度を制御するトラ
ンジスタである。ここでは、駆動トランジスタ１２は、ｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって
構成される。この駆動トランジスタ１２は、第１から第３電極１２ｄｓ，１２ｓｄ，１２
ｇを有している。
【００６２】
　第１電極１２ｄｓは、接続点Ｃｎ４，Ｃｎ２を順次に介して有機ＥＬ素子１１のカソー
ド電極１１ｂに対して電気的に接続されている。そして、第１電極１２ｄｓは、有機ＥＬ
素子１１が発光する際、すなわち有機ＥＬ素子１１に対して順方向の電流が流れる際にド
レインとして機能する。一方、有機ＥＬ素子１１に対して逆方向に電圧が印加される際に
は、第１電極１２ｄｓは逆にソースとして機能する。また、第１電極１２ｄｓは、接続点
Ｃｎ４，Ｃｎ５を順次に介して調整トランジスタ１５の第５および第６電極１５ｓｄ，１
５ｇに対して電気的に接続されている。さらに、第１電極１２ｄｓは、接続点Ｃｎ４，Ｃ
ｎ２を順次に介してＶth補償用トランジスタ１３の第１０電極１３ｄｓに対して電気的に
接続されている。
【００６３】
　第２電極１２ｓｄは、ＶSS線Ｌvsに対して電気的に接続されている。そして、第２電極
１２ｓｄは、有機ＥＬ素子１１に対して順方向の電流が流れる際にソースとして機能する
。一方、有機ＥＬ素子１１に対して逆方向に電圧が印加される際には、第２電極１２ｓｄ
は逆にドレインとして機能する。更に、第３電極１２ｇは、いわゆるゲートであり、接続
点Ｃｎ３を介してＶth補償用トランジスタ１３の第１１電極１３ｓｄ、およびコンデンサ
１４の一方電極１４ａに対してそれぞれ電気的に接続されている。
【００６４】
　また、駆動トランジスタ１２では、第３電極１２ｇに付与される電位、より詳細には第
１電極１２ｄｓまたは第２電極１２ｓｄと第３電極１２ｇとの間（すなわちゲートとソー
スとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第１電極１２ｄｓと第２電極１２ｓ
ｄとの間（以下「第１－２電極間」とも称する）において流れる電流の量（電流量）が調
整される。そして、この第３電極（ゲート）１２ｇに印加される電位により、駆動トラン
ジスタ１２は、第１－２電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ
得る状態（導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される
。
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【００６５】
　第１および第２調整トランジスタ１５，１６は、それぞれ駆動トランジスタ１２と同様
に、ｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって構成されており、略同一の性能を有し、電気的に直
列に接続されている。また、第１および第２調整トランジスタ１５，１６が直列に接続さ
れて構成される部分が、ＶDD線ＬvdとＶSS線Ｌvsとの間において、有機ＥＬ素子１１に対
して電気的に並列に接続され、且つ駆動トランジスタ１２に対して電気的に直列に接続さ
れている。
【００６６】
　具体的には、第１調整トランジスタ１５は、第４から第６電極１５ｄｓ，１５ｓｄ，１
５ｇを有している。第４電極１５ｄｓは、第２調整トランジスタ１６の第８電極１６ｓｄ
に対して電気的に接続されている。第５および第６電極１５ｓｄ，１５ｇは、接続点Ｃｎ
５，Ｃｎ４，Ｃｎ２を順次に介して有機ＥＬ素子１１のカソード電極１１ｂおよびＶth補
償用トランジスタ１３の第１０電極１３ｄｓに対してそれぞれ電気的に接続されている。
また、第５および第６電極１５ｓｄ，１５ｇは、接続点Ｃｎ５，Ｃｎ４を順次に介して駆
動トランジスタ１２の第１電極１２ｄｓに対してそれぞれ電気的に接続されている。さら
に、第５電極１５ｓｄは、接続点Ｃｎ５を介してゲートである第６電極１５ｇに対して電
気的に接続されている。
【００６７】
　また、第１調整トランジスタ１５では、第６電極１５ｇに付与される電位、より詳細に
は第４電極１５ｄｓまたは第５電極１５ｓｄと第６電極１５ｇとの間（すなわちゲートと
ソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第４電極１５ｄｓと第５電極１
５ｓｄとの間（第４－５電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そし
て、この第６電極（ゲート）１５ｇに印加される電位により、第１調整トランジスタ１５
は、第４－５電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（
導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【００６８】
　第２調整トランジスタ１６は、第７から第９電極１６ｄｓ，１６ｓｄ，１６ｇを有して
いる。第７および第９電極１６ｄｓ，１６ｇは、接続点Ｃｎ６，Ｃｎ１を順次に介してＶ

DD線Ｌvdおよびアノード電極１１ａに対してそれぞれ電気的に接続されている。また、第
７電極１６ｄｓは、接続点Ｃｎ６を介して第９電極１６ｇに対して電気的に接続されてい
る。第８電極１６ｓｄは、第１調整トランジスタ１５の第４電極１５ｄｓに対して電気的
に接続されている。
【００６９】
　また、第２調整トランジスタ１６では、第９電極１６ｇに付与される電位、より詳細に
は第７電極１６ｄｓまたは第８電極１６ｓｄと第９電極１６ｇとの間（すなわちゲートと
ソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第７電極１６ｄｓと第８電極１
６ｓｄとの間（第７－８電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そし
て、この第９電極（ゲート）１６ｇに付与される電位により、第２調整トランジスタ１６
は、第７－８電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（
導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【００７０】
　Ｖth補償用トランジスタ１３は、駆動トランジスタ１２が通電状態となる場合の、第２
電極１２ｓｄに対する第３電極１２ｇの電位の下限値（所定の閾値電圧Ｖth）を検出する
とともに、駆動トランジスタ１２のゲート電圧を、閾値電圧Ｖth（以下「閾値Ｖth」と略
称する）に調整するトランジスタである。つまり、「閾値Ｖth」は、駆動トランジスタ１
２がオフ状態（いわゆるドレイン電流が流れない状態）からオン状態（ドレイン電流が流
れる状態）に移り変わるときの、境界となるゲート電圧のことを言う。なお、ここでは、
Ｖth補償用トランジスタ１３も、駆動トランジスタ１２と同様にｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴ
によって構成される。
【００７１】
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　このＶth補償用トランジスタ１３は、第１０から第１２電極１３ｄｓ，１３ｓｄ，１３
ｇを有している。第１０電極１３ｄｓは、接続点Ｃｎ２を介して有機ＥＬ素子１１のカソ
ード電極１１ｂに対して電気的に接続されている。また、第１０電極１３ｄｓは、接続点
Ｃｎ２，Ｃｎ４を順次に介して駆動トランジスタ１２の第１電極１２ｄｓに対して電気的
に接続されている。さらに、第１０電極１３ｄｓは、接続点Ｃｎ２，Ｃｎ４，Ｃｎ５を順
次に介して第１調整トランジスタ１５の第５電極１５ｓｄと第６電極１５ｇに対してそれ
ぞれ電気的に接続されている。第１１電極１３ｓｄは、接続点Ｃｎ３を介して駆動トラン
ジスタ１２の第３電極１２ｇおよびコンデンサ１４の一方電極１４ａに対してそれぞれ電
気的に接続されている。また、第１２電極１３ｇは、走査信号線Ｌssに対して電気的に接
続されている。
【００７２】
　また、Ｖth補償用トランジスタ１３では、第１２電極１３ｇに付与される電位、より詳
細には第１０電極１３ｄｓまたは第１１電極１３ｓｄと第１２電極１３ｇとの間（すなわ
ちゲートとソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第１０電極１３ｄｓ
と第１１電極１３ｓｄとの間（第１０－１１電極間）において流れる電流の量（電流量）
が調整される。そして、この第１２電極（ゲート）１３ｇに付与される電位により、Ｖth

補償用トランジスタ１３は、第１０－１１電極間（すなわちドレインとソースとの間）に
おいて電流が流れ得る状態（導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選
択的に設定される。
【００７３】
　ここで、有機ＥＬ素子１１は、電流値によって発光輝度が制御されるため、発光時にお
ける駆動トランジスタ１２のゲート電圧のゆらぎに対して、発光輝度が敏感に変動する。
特に、駆動トランジスタ１２がアモルファスシリコンを用いて構成された場合には、駆動
トランジスタ１２ごとに閾値Ｖthが異なる傾向にある。よって、画素毎に異なる閾値Ｖth

を補償する機能（Ｖth補償機能）を持たせなければ、所望の発光輝度と実際の発光輝度と
の間に若干の乖離が生じ、結果として画素間で発光輝度のムラが生じてしまう。
【００７４】
　そこで、Ｖth補償用トランジスタ１３は、発光前において画素ごとに駆動トランジスタ
１２のゲート電圧を閾値Ｖthに合わせることで、駆動トランジスタ１２における閾値Ｖth

のばらつきを補償するＶth補償機能を実現する。
【００７５】
　コンデンサ１４は、一方電極１４ａおよび他方電極１４ｂを備えて構成されている。そ
して、一方電極１４ａは、接続点Ｃｎ３を介して、駆動トランジスタ１２の第３電極１２
ｇおよびＶth補償用トランジスタ１３の第１１電極１３ｓｄに対してそれぞれ電気的に接
続されている。また、他方電極１４ｂは、画像信号線Ｌisに対して電気的に接続されてい
る。なお、ここでは、コンデンサ１４の保持容量を所定値Ｃsとする。
【００７６】
　ところで、有機ＥＬ素子１１は、発光時と逆の電圧が印加されるとコンデンサとして機
能し、この容量（ＥＬ素子容量）を所定値Ｃoとする。また、駆動トランジスタ１２は、
第２電極１２ｓｄと第３電極１２ｇとの間（第２－３電極間）の寄生容量ＣgsTdと、第１
電極１２ｄｓと第３電極１２ｇとの間（第１－３電極間）の寄生容量ＣgdTdとを有する。
更に、Ｖth補償用トランジスタ１３は、第１１電極１３ｓｄと第１２電極１３ｇとの間（
第１１－１２電極間）の寄生容量ＣgsTthと、第１０電極１３ｄｓと第１２電極１３ｇと
の間（第１０－１２電極間）の寄生容量ＣgdTthとを有する。なお、寄生容量ＣgsTd，Ｃg

dTd，ＣgsTth，ＣgdTthは、それぞれ駆動トランジスタ１２、およびＶth補償用トランジ
スタ１３の構成によって決定される所定値の容量である。
【００７７】
　図９は、図８で示した画素回路７Ｂの回路構成に対して、寄生容量ＣgsTth，ＣgdTth，
ＣgsTd，ＣgdTdとＥＬ素子容量Ｃoとに係る回路構成（図中破線で記載）を加えた模式図
である。
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【００７８】
　図９で示すように、画素回路７Ｂでは、有機ＥＬ素子１１の両電極間にはＥＬ素子容量
Ｃoを有するコンデンサ（素子コンデンサ）Ｃolが存在し、駆動トランジスタ１２の第２
－３電極間には寄生容量ＣgsTdを有するコンデンサ１２ｇｓが存在する。そして、駆動ト
ランジスタ１２の第１－３電極間には寄生容量ＣgdTdを有するコンデンサ１２ｇｄが存在
する。さらに、Ｖth補償用トランジスタ１３の第１１－１２電極間には寄生容量ＣgsTth

を有するコンデンサ３ｇｓが存在する。また、Ｖth補償用トランジスタ１３の第１０－１
２電極間には寄生容量ＣgdTthを有するコンデンサ１３ｇｄが存在している。
【００７９】
　なお、ここでは、１つの画素回路７Ｂに着目して説明したが、有機ＥＬディスプレイＡ
Ａ全体では、画素回路７Ｂが多数存在する。このため、走査信号線Ｌssも多数存在する。
そこで、以下では、多数の走査信号線Ｌssを、適宜「第Ｎ走査信号線（Ｎは自然数）Ｌss

」と称する。
【００８０】
　　＜調整トランジスタの特性と調整トランジスタによるメリット＞
　図１０は、第１および第２調整トランジスタ１５，１６の特性を模式的に示す図である
。図１０では、横軸が電圧を示し、縦軸が電流を示している。具体的には、横軸が、第１
および第２調整トランジスタ１５，１６が電気的に直列に接続されている部分の両端に印
加される電圧、具体的には、接続点Ｃｎ５の電位を基準した接続点Ｃｎ６の電位、すなわ
ち接続点Ｃｎ５と接続点Ｃｎ６との間の電圧Ｖ56を示している。また、縦軸が、第１およ
び第２調整トランジスタ１５，１６が電気的に直列に接続されている部分を接続点Ｃｎ６
から接続点Ｃｎ５に向けて流れる電流Ｉ56を示している。そして、図１０では、仮に、接
続点Ｃｎ５と接続点Ｃｎ６との間に第２調整トランジスタ１６が設けられることなく、第
１調整トランジスタ１５のみが設けられている場合における電圧Ｖ56と電流Ｉ56との関係
を示す曲線Ｃv15が破線で示されている。さらに、図１０では、仮に、接続点Ｃｎ５と接
続点Ｃｎ６との間に第１調整トランジスタ１５が設けられることなく、第２調整トランジ
スタ１６のみが設けられている場合における電圧Ｖ56と電流Ｉ56との関係を示す曲線Ｃv1

6が一点鎖線で示されている。
【００８１】
　図１０の曲線Ｃv15で示すように、仮に、第２調整トランジスタ１６が設けられていな
ければ、電圧Ｖ56が０Ｖ以上である場合には、図５でも示したように、電圧Ｖ56の上昇と
ともに、電流Ｉ56が増加して、図２９でも示したゲート電圧が０Ｖである場合の電流Ｉd0

で電流Ｉ56が一定となる。しかしながら、電圧Ｖ56が０Ｖ未満で減少されていくと、電流
Ｉ56は負の値を示し、第５電極１５ｓｄから第４電極１５ｄｓに向けた電流が急激に増加
する。したがって、仮に、第２調整トランジスタ１６が設けられていなければ、有機ＥＬ
素子１１に対して電流が流れる順方向とは逆方向に電圧が印加されると、第１調整トラン
ジスタ１５を介して接続点Ｃｎ５から接続点Ｃｎ６に向けて比較的大きな電流が流れる。
このため、有機ＥＬ素子１１をコンデンサとして利用して、有機ＥＬ素子１１の両電極間
に電荷を蓄積することができない。
【００８２】
　一方、図１０の曲線Ｃv16で示すように、仮に、第１調整トランジスタ１５が設けられ
ていなければ、電圧Ｖ56が０Ｖ以下である場合には、電圧Ｖ56の低下とともに、電流Ｉ56

が減少して、図２９でも示したようにゲート電圧が０Ｖである場合の電流－Ｉd0で電流Ｉ

56は一定となる。しかしながら、電圧Ｖ56が０Ｖ以上で増加されていくと、電流Ｉ56は正
の値を示し、第７電極１６ｄｓから第８電極１６ｓｄに向けた電流が急激に増加する。つ
まり、電圧Ｖ56が負の値である場合には、第２調整トランジスタ１６には、電流Ｉd0より
も大きな電流が流れず、電圧Ｖ56が正の値である場合には、電圧Ｖ56の印加に応じた電流
Ｉ56が第７電極１６ｄｓから第８電極１６ｓｄに向けて流れる。
【００８３】
　図１１は、接続点Ｃｎ５と接続点Ｃｎ６との間における電圧Ｖ56と電流Ｉ56との関係、
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すなわち第１および第２調整トランジスタ１５，１６に係る電圧と電流との関係を模式的
に示す図である。図１１では、接続点Ｃｎ５と接続点Ｃｎ６との間における電圧Ｖ56と電
流Ｉ56との関係が太い実線の曲線Ｃv56で描かれている。また、図１０で示した曲線Ｃv15

，Ｃv16が細線でそれぞれ描かれている。
【００８４】
　本実施形態では、接続点Ｃｎ５と接続点Ｃｎ６との間に第１および第２調整トランジス
タ１５，１６が電気的に直列に接続されている。このため、図１１の曲線Ｃv56で示すよ
うに、電圧Ｖ56が０Ｖ以上の場合には、電圧Ｖ56の上昇とともに、電流Ｉ56は、増加して
、電流Ｉd0で一定となる。一方、電圧Ｖ56が０Ｖ以下である場合には、電圧Ｖ５０の低下
とともに、電流Ｉ56は、減少して電流－Ｉd0で一定となる。
【００８５】
　このため、接続点Ｃｎ１と接続点Ｃｎ４との間に、接続点Ｃｎ１の方が電位が高くなる
ような電圧が印加され、駆動トランジスタ１２のゲート電圧Ｖgが０Ｖの場合には、駆動
トランジスタ１２の第１－２電極間を流れる電流Ｉd0が、有機ＥＬ素子１１に流れること
なく、第１調整トランジスタ１５の第４－５電極間、および第２調整トランジスタ１６の
第７－８電極間を流れる。
【００８６】
　より詳細には、第１実施形態と同様に、アノード電極１１ａと第２電極１２ｓｄとの間
に第２電極１２ｓｄよりもアノード電極１１ａの方が電位が高くなるように電圧が印加さ
れた状態で、第３電極１２ｇに付与される電位の変化に応じて、アノード電極１１ａとカ
ソード電極１１ｂとの間の電圧が閾値電圧Ｖt1を超える場合は、第１－２電極間およびア
ノード電極１１ａとカソード電極１１ｂとの間に電流が流れて、有機ＥＬ素子１１が発光
する。また、アノード電極１１ａと第２電極１２ｓｄとの間に第２電極１２ｓｄよりもア
ノード電極１１ａの方が電位が高くなるように電圧が印加された状態で、アノード電極１
１ａとカソード電極１１ｂとの間の電圧が閾値電圧Ｖt1以下となる場合は、第１－２電極
間に電流が流れる一方で、アノード電極１１ａとカソード電極１１ｂとの間には電流が流
れず、有機ＥＬ素子１１が発光しない。
【００８７】
　また、接続点Ｃｎ１と接続点Ｃｎ４との間に、接続点Ｃｎ４の方が電位が高くなるよう
な電圧が印加され、駆動トランジスタ１２のゲート電圧Ｖgが上昇されても、第１および
第２調整トランジスタ１５，１６には低い一定の電流Ｉd0しか流れない。
【００８８】
　したがって、有機ＥＬ素子１１をコンデンサとして利用して、有機ＥＬ素子１１の両電
極間に電荷を蓄積することができる。以下、有機ＥＬ素子１１をコンデンサとして利用し
つつ、有機ＥＬ素子１１の発光輝度を制御する駆動方法について説明する。
【００８９】
　　＜有機ＥＬ素子の発光に関する駆動方法＞
　図１２は、有機ＥＬ素子１１を発光させる際の信号波形（駆動波形）を示すタイミング
チャートである。図１２では、横軸が時刻を示し、上から順に、(ａ) ＶDD線Ｌvdに付与
される電位（電位Ｖdd）、(ｂ) ＶSS線Ｌvsに付与される電位（電位ＶSS）、(ｃ)第１走
査信号線Ｌssに付与される信号の電位（電位Ｖls1）、(ｄ)第２走査信号線Ｌssに付与さ
れる信号の電位（電位Ｖls2）、(ｅ)画像信号線Ｌisに付与される信号の電位（電位Ｖlis

）、の波形が示されている。
【００９０】
　また、図１２では、有機ＥＬ素子１１を１回発光させるための駆動波形が示されており
、１回の発光に係る期間は、時間順次に、Ｃs初期化期間Ｐ１（時刻ｔ１１～ｔ１２）、
準備期間Ｐ２（時刻ｔ１２～ｔ１３）、Ｖth補償期間Ｐ３（時刻ｔ１３～ｔ１４）、書込
期間Ｐ４（時刻ｔ１４～ｔ１５）、素子初期化期間Ｐ５（時刻ｔ１５～ｔ１６）、および
発光期間Ｐ６（時刻ｔ１６～）を備えて構成される。なお、書込期間Ｐ４における電位Ｖ

lisは、各有機ＥＬ素子１１の発光輝度によって決まる任意の値であるため、図１２では
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、当該電位が存在し得る範囲に斜線ハッチングが便宜的に付されている。
【００９１】
　図１３から図１７は、第２実施形態に係る画像表示装置１Ｂを駆動させる際に、各期間
において発生する画素回路７Ｂの電流の流れを黒塗りの矢印で例示する図である。図１３
から図１７では、画素回路７Ｂのうち、電流の流れに寄与する回路は太線で示され、電流
の流れにほとんど寄与しない回路は細線で示されている。
【００９２】
　以下、図１２および図１３から図１７を適宜参照しつつ、第２実施形態に係る画像表示
装置１Ｂの駆動方法について説明する。
【００９３】
　○Ｃs初期化期間Ｐ１：
　図１３では、Ｃs初期化期間Ｐ１（以下適宜「期間Ｐ１」と略する）での画素回路７Ｂ
における電流の流れが例示されている。
【００９４】
　期間Ｐ１では、ＶDD線ＬvdおよびＶSS線Ｌvsにそれぞれ所定の正の高電位ＶDD（例えば
１５Ｖ）が印加される。また、全走査信号線Ｌssに所定の正の高電位ＶgH（例えば１５Ｖ
）が印加される。さらに、画像信号線Ｌisに所定の基準電位（ここでは０Ｖ）が印加され
る。
【００９５】
　このとき、走査信号線Ｌssにおける高電位ＶgHの印加により、第１２電極（ゲート）１
３ｇに高電位ＶgHに応じた正電位が印加され、Ｖth補償用トランジスタ１３が導通状態と
なる。一方、ＶDD線ＬvdとＶSS線Ｌvsとが略同電位であるため、駆動トランジスタ１２が
非導通状態となる。したがって、期間Ｐ１では、図１３で示すように、ＶDD線ＬvdからＶ

th補償用トランジスタ１３の第１０および第１１電極１３ｄｓ，１３ｓｄを介してコンデ
ンサ１４に向けて電流が流れ、コンデンサ１４に所定量の電荷（例えば、１５Ｖに応じた
電荷量）が蓄積される。
【００９６】
　なお、期間Ｐ１における時間経過とともにコンデンサ１４に蓄積される電荷量が高まり
、第３電極（ゲート）１２ｇに所定値を超える正電位が付与され、駆動トランジスタ１２
が導通状態となることもあり得る。しかし、ＶDD線ＬvdおよびＶSS線Ｌvsがともに同電位
ＶDDに設定されているため、駆動トランジスタ１２の第１－２電極間では電流が流れない
。
【００９７】
　○準備期間Ｐ２：
　図１４では、準備期間Ｐ２（以下適宜「期間Ｐ２」と略する）での画素回路７Ｂにおけ
る電流の流れが例示されている。
【００９８】
　期間Ｐ２では、ＶDD線Ｌvdに負の所定電位－Ｖp（例えば－７Ｖ）が付与される。また
、ＶSS線Ｌvsに所定の基準電位（ここでは０Ｖ）が付与される。また、全走査信号線Ｌss

に所定の低電位ＶgL（例えば－１０Ｖ）が付与される。さらに、画像信号線Ｌisに所定の
高電位ＶdH（例えば１０Ｖ）が印加される。
【００９９】
　このとき、走査信号線Ｌssにおける低電位ＶgLの付与により、第１２電極（ゲート）１
３ｇにはほとんど正の電位が付与されないため、Ｖth補償用トランジスタ１３が非導通状
態となる。一方、画像信号線Ｌisにおける高電位ＶdHの付与により、第３電極（ゲート）
１２ｇに高電位ＶdHに応じた正電位（例えば１５＋１０＝２５Ｖ）が付与され、駆動トラ
ンジスタ１２が導通状態となる。
【０１００】
　そして、ＶDD線ＬvdよりもＶSS線Ｌvsの方が電位がＶp高いため、図１４で示すように
、ＶSS線Ｌvsから駆動トランジスタ１２の第２および第１電極１２ｓｄ，１２ｄｓを順次
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に介して、有機ＥＬ素子１１に向けて電流が流れる。このとき、第１および第２調整トラ
ンジスタ１５，１６において白抜き矢印で示すように、接続点Ｃｎ５から接続点Ｃｎ６に
向けて若干の電流Ｉd0が流れる。但し、この電流Ｉd0は非常に小さな電流であるため、有
機ＥＬ素子１１すなわち素子コンデンサＣolにＶDD線ＬvdとＶSS線Ｌvsとの間の電位差に
応じた所定量の電荷（例えば７Ｖに応じた電荷）が蓄積される。
【０１０１】
　○Ｖth補償期間Ｐ３：
　図１５では、Ｖth補償期間Ｐ３（以下適宜「期間Ｐ３」と略する）での画素回路７Ｂに
おける電流の流れが例示されている。
【０１０２】
　期間Ｐ３では、ＶDD線ＬvdおよびＶSS線Ｌvsにそれぞれ所定の基準電位（ここでは０Ｖ
）が付与される。また、全走査信号線Ｌssに高電位ＶgHが付与される。さらに、画像信号
線Ｌisに高電位ＶdH（例えば１０Ｖ）が付与される。
【０１０３】
　このとき、走査信号線Ｌssにおける高電位ＶgHの付与により、第１２電極（ゲート）１
３ｇに高電位ＶgHに応じた正電位が付与され、Ｖth補償用トランジスタ１３が導通状態と
なる。また、期間Ｐ３の初期では、コンデンサ１４に蓄積された電荷と画像信号線Ｌisに
付与された電位ＶdHにより、駆動トランジスタ１２が導通状態となる。
【０１０４】
　したがって、期間Ｐ３の初期では、図１５で示すように、コンデンサ１４に蓄積された
電荷に伴う電流が、コンデンサ１４からＶth補償用トランジスタ１３の第１１および第１
０電極１３ｓｄ，１３ｄｓ、更には駆動トランジスタ１２の第１および第２電極１２ｄｓ
，１２ｓｄを順次に介してＶSS線Ｌvsに向けて流れる。また、素子コンデンサＣolに蓄積
された電荷に伴う電流が、駆動トランジスタ１２の第１および第２電極１２ｄｓ，１２ｓ
ｄを順次に介してＶSS線Ｌvsに向けて流れる。
【０１０５】
　ところが、コンデンサ１４に蓄積された電荷に伴う電流が、コンデンサ１４からＶSS線
Ｌvsに向けて流れていくにつれて、コンデンサ１４に蓄積された電荷が減少する。そして
、駆動トランジスタ１２の第２電極１２ｓｄに対する第３電極１２ｇの電位（ゲート電圧
）Ｖgが実質的に閾値Ｖthまで減少すると、駆動トランジスタ１２が非導通状態となる。
このとき、コンデンサ１４には、閾値Ｖthに応じた電荷が蓄積された状態となる。このよ
うに、期間Ｐ３では、閾値Ｖthに応じた電荷がコンデンサ１４に蓄積されて、画素ごとに
異なる閾値Ｖthのばらつきが補償される。
【０１０６】
　○書込期間Ｐ４：
　図１６では、書込期間Ｐ４（以下適宜「期間Ｐ４」と略する）での画素回路７Ｂにおけ
る電流の流れが例示されている。
【０１０７】
　期間Ｐ４では、ＶDD線ＬvdおよびＶSS線Ｌvsにそれぞれ基準電位０Ｖが印加されるとと
もに、画素信号に応じた電荷の蓄積を行う処理（データ書込処理）の実施対象画素におい
て、走査信号線Ｌssに高電位ＶgHが付与され、画像信号線Ｌisに電位（ＶdH－Ｖdata）が
付与される。なお、電位Ｖdataは、画素信号の電位であり、画像を構成する画素の輝度の
階調に対応する値に応じた電位である。
【０１０８】
　このとき、走査信号線Ｌssにおける高電位ＶgHの付与により、第１２電極（ゲート）１
３ｇに高電位ＶgHに応じた正電位が付与され、Ｖth補償用トランジスタ１３が導通状態と
なる。一方、画像信号線Ｌisに対して、期間Ｐ３における電位ＶdH以下の電位（ＶdH－Ｖ

data）が付与され、駆動トランジスタ１２のゲート電圧Ｖgが閾値Ｖth以下となるため、
駆動トランジスタ１２が非導通状態となる。
【０１０９】
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　したがって、期間Ｐ４では、図１６で示すように、有機ＥＬ素子１１（すなわち素子コ
ンデンサＣol）からＶth補償用トランジスタ１３の第１０および第１１電極１３ｄｓ，１
３ｓｄを順次に介してコンデンサ１４に向けて電流が流れる。その結果、コンデンサ１４
に既に蓄積された閾値Ｖthに応じた電荷の上に電位Ｖdataに応じた電荷が加算されて蓄積
される。すなわち、期間Ｐ４においては、コンデンサ１４に有機ＥＬ素子１１の発光輝度
に応じた電荷が蓄積される。換言すれば、期間Ｐ４では、画素回路７Ｂにおいて画素信号
に応じた電荷がコンデンサ１４に蓄積される。
【０１１０】
　なお、コンデンサ１４の一方電極１４ａの電位（すなわち駆動トランジスタ１２のゲー
ト電位）の変化量は、画像信号線Ｌisの電位の変化量と、コンデンサ１４の保持容量Ｃs

と素子コンデンサＣolのＥＬ素子容量Ｃoとの比（容量比）との積に依拠する。すなわち
、本実施形態においては、画像信号線Ｌisの電位がＶdHからＶdataに変化する場合、駆動
トランジスタ１２のゲート電位が、（Ｖdata－ＶdH）×Ｃs／（Ｃs＋Ｃo）変化する。例
えば、ＶdH＝１０Ｖ，Ｖdata＝５Ｖ、Ｃs：Ｃo＝１：２である場合には、画像信号線Ｌis

の電位が－５Ｖ変化し、駆動トランジスタ１２のゲート電位Ｖgは、有機ＥＬ素子１１か
らコンデンサ１４に対する電荷の移動により、（５－１０）×１／（１＋２）＝－５／３
Ｖ変化する。このようにコンデンサ１４に蓄積される電荷の移動により、画像信号線Ｌis

の電位の変化が駆動トランジスタ１２のゲート電位に反映される。
【０１１１】
　○素子初期化期間Ｐ５：
　素子初期化期間Ｐ５（以下適宜「期間Ｐ５」と略する）においては、ＶDD線Ｌvdおよび
ＶSS線Ｌvsにそれぞれ所定の負電位－Ｖpが付与される。また、全走査信号線Ｌssに低電
位ＶgLが付与される。さらに、画像信号線Ｌisに高電位ＶdHが付与される。このとき、Ｖ

th補償用トランジスタ１３が非導通状態となり、駆動トランジスタ１２が導通状態となる
。そして、ＶDD線ＬvdとＶSS線Ｌvsとの間に電位差がなく、ＶSS線Ｌvsが負電位－Ｖpに
設定されているため、有機ＥＬ素子１１（すなわち素子コンデンサＣol）に蓄積された電
荷が、ＶSS線Ｌvsに抜けて、有機ＥＬ素子１１に蓄積された電荷が一掃される。
【０１１２】
　○発光期間Ｐ６：
　図１７では、発光期間Ｐ６（以下適宜「期間Ｐ６」と略する）での画素回路７Ｂにおけ
る電流の流れが例示されている。
【０１１３】
　期間Ｐ６では、ＶDD線Ｌvdに正の高電位ＶDDが付与される。また、ＶSS線Ｌvsに基準電
位０Ｖが付与される。また、走査信号線Ｌssに低電位ＶgLが付与される。さらに、画像信
号線Ｌisに高電位ＶdHが付与される。
【０１１４】
　このとき、走査信号線Ｌssにおける低電位ＶgLの付与により、Ｖth補償用トランジスタ
１３が非導通状態となる。一方、画像信号線Ｌisに対して高電位ＶdHが付与されるため、
期間Ｐ４においてコンデンサ１４に蓄積された電荷量（電位Ｖdataに応じた電荷量）に応
じた電位分、ゲート電圧Ｖgが閾値Ｖthよりも高くなり、駆動トランジスタ２が導通状態
となる。
【０１１５】
　例えば、Ｖdata＝５Ｖ、Ｃs：Ｃo＝１：２である場合には、期間Ｐ４においてコンデン
サ１４に蓄積される電荷が、閾値Ｖthよりも５／３Ｖ低い電位（［Ｖth－５／３］Ｖ）に
対応する。そして、期間Ｐ６では、期間Ｐ４よりもＶdata（＝５Ｖ）分高い電位が画像信
号線Ｌisに対して付与され、第３電極（ゲート）１２ｇに対して、閾値Ｖthよりも１０／
３Ｖ高い電位（［Ｖth＋１０／３］Ｖ＝［Ｖth－（５／３）＋５］Ｖ）が付与される。
【０１１６】
　そして、ＶDD線ＬvdがＶSS線Ｌvsよりも電位ＶDD分、高電位であり、駆動トランジスタ
１２が電位Ｖdataに応じて第１－２電極間で電流が流れる導通状態となる。このため、図
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１７で示すように、有機ＥＬ素子１１に対して電位Ｖdataに応じた電流が流れる。その結
果、有機ＥＬ素子１１が電位Ｖdataに応じた輝度で発光する。つまり、期間Ｐ６では、各
画素から画素信号に応じた輝度の光が出射される。
【０１１７】
　以上のように、第２実施形態に係る画像表示装置１Ｂでは、有機ＥＬ素子１１と電気的
に並列に第１および第２調整トランジスタ１５，１６が設けられている。このため、駆動
トランジスタ１２のゲート電圧Ｖgが０Ｖの場合には、第１および第２調整トランジスタ
１５，１６に電流が流れて、有機ＥＬ素子１１には電流が流れない。したがって、上記第
１実施形態に係る画像表示装置１Ａと同様な効果が得られる。さらに、有機ＥＬ素子１１
に電流が流れる場合とは逆方向に電圧を印加して、有機ＥＬ素子１１をコンデンサとして
利用することもできる。
【０１１８】
　また、Ｖth補償用トランジスタ１３が設けられて、有機ＥＬ素子１１がコンデンサとし
て利用されつつ、Ｖth補償機能が実現される。このため、駆動トランジスタ１２の特性の
ばらつきを補償しつつ、有機ＥＬ素子１１を所望の輝度で発光させることができる。
【０１１９】
　＜その他＞
　本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において種々の変更、改良等が可能である。
【０１２０】
　　＜変形例１＞
　上記第１実施形態に係る画像表示装置１Ａでは、有機ＥＬ素子１と電気的に並列に調整
トランジスタ５が接続されたが、これに限られない。例えば、調整トランジスタ５の代わ
りに、有機ＥＬ素子１と電気的に並列に電流を調整するための抵抗（以下「電流調整抵抗
」と称する）６などの抵抗部材を接続しても良い。
【０１２１】
　図１８は、本発明の変形例１に係る画像表示装置１Ｃを構成する１画素分の画素回路７
Ｃの構成例を示す図である。変形例１に係る画像表示装置１Ｃは、上記第１実施形態に係
る画像表示装置１Ａと比較して、概略構成は同様なものであるが、画素回路７Ａが構成が
異なる画素回路７Ｃに変更されたことで、表示部２００Ａが表示部２００Ｃに変更された
ものとなっている。具体的には、図１８で示すように、図３で示した第１実施形態に係る
画素回路７Ａの調整トランジスタ５の代わりに、電流調整抵抗６が設けられている。より
詳細には、接続点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間において、電流調整抵抗６が有機ＥＬ素子
１と並列に接続されている。なお、図１８では、第１実施形態に係る画像表示装置１Ａと
同様な部分については同じ符号が付されており、これらの部分については重複した説明を
省略する。
【０１２２】
　図１９は、電流調整抵抗６の特性を例示する図である。図１９では、横軸が電圧を示し
、縦軸が電流を示している。そして、電流調整抵抗６の両端に印加される電圧Ｖrと、電
流調整抵抗６を流れる電流Ｉrとの関係が直線ＣR5で示されている。図１９で示すように
、電流調整抵抗６では、一端と他端との間に印加される電圧と、該一端と該他端との間を
流れる電流とが、略比例関係を示す。
【０１２３】
　図２０は、有機ＥＬ素子１の両電極間に印加される電圧Ｖodと、有機ＥＬ素子１を流れ
る電流Ｉodとの関係を示す図である。図２０では、図６と同様に、横軸が電圧を示し、縦
軸が電流を示している。そして、電圧Ｖodと電流Ｉodとの関係が太い曲線Ｃodで示されて
いる。なお、図２０では、仮に有機ＥＬ素子１に対して電気的に並列に調整トランジスタ
５が接続されていない場合における電圧Ｖodと電流Ｉodとの関係が、細い曲線Ｃolで示さ
れている。また、図２０では、電圧Ｖod（すなわち電圧Ｖr）と電流調整抵抗６を流れる
電流Ｉrとの関係が破線ＣR5で示されている。
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【０１２４】
　図２０で示すように、電流調整抵抗６の両端間に印加される電圧Ｖrの上昇に比例して
電流Ｉrが増加する。このため、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgが０Ｖの場合には、
駆動トランジスタ２の第１－２電極間を流れる電流Ｉd0が、有機ＥＬ素子１に流れること
なく、電流調整抵抗６を流れる。そして、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgを増加さ
せると、電圧Ｖod（すなわち電圧Ｖr）が徐々に上昇していく。そして、ゲート電圧Ｖgが
所定の電圧を超えると、電圧Ｖodが閾値電圧Ｖt1を超えて、駆動トランジスタ２の第１－
２電極間を流れる電流の全てが電流調整抵抗６を流れず、残余の電流が有機ＥＬ素子１を
流れる。具体的には、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgを所定の電圧から徐々に上昇
させると、電流Ｉodが増加する。
【０１２５】
　つまり、接続点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間に印加される電圧Ｖodが所定の閾値電圧Ｖ

t1未満では、電流調整抵抗６に電流が流れるが、有機ＥＬ素子１には電流が流れない。そ
して、接続点Ｃｐ３と接続点Ｃｐ４との間に印加される電圧Ｖodが所定の閾値電圧Ｖt1を
超えると、電流調整抵抗６に電流Ｉrが流れるとともに、有機ＥＬ素子１にも電流が流れ
る。ここでも、第１実施形態と同様に、有機ＥＬ素子１の両電極間の電圧Ｖodが閾値電圧
Ｖt1に達するまでは、有機ＥＬ素子１を流れる電流Ｉodは０Ａであり、電圧Ｖodが閾値電
圧Ｖt1を超えると、電圧Ｖodの増加とともに、電流Ｉodが増加していく。
【０１２６】
　より詳細には、第１実施形態と同様に、アノード電極１ａと第２電極２ｓｄとの間に第
２電極２ｓｄよりもアノード電極１ａの方が電位が高くなるように電圧が印加された状態
で、第３電極２ｇに付与される電位の変化に応じて、アノード電極１ａとカソード電極１
ｂとの間の電圧が閾値電圧Ｖt1を超える場合は、第１－２電極間およびアノード電極１ａ
とカソード電極１ｂとの間に電流が流れて、有機ＥＬ素子１が発光する。また、アノード
電極１ａと第２電極２ｓｄとの間に第２電極２ｓｄよりもアノード電極１ａの方が電位が
高くなるように電圧が印加された状態で、アノード電極１ａとカソード電極１ｂとの間の
電圧が閾値電圧Ｖt1以下となる場合は、第１－２電極間に電流が流れる一方で、アノード
電極１ａとカソード電極１ｂとの間には電流が流れず、有機ＥＬ素子１が発光しない。
【０１２７】
　以上のように、変形例１に係る画像表示装置１Ｃでは、有機ＥＬ素子１の両電極間に印
加される電圧Ｖodが所定の閾値電圧Ｖt1を超える場合には有機ＥＬ素子１に電流が流れて
該有機ＥＬ素子１が発光する。その一方で、有機ＥＬ素子１の両電極間に印加される電圧
Ｖodが所定の閾値電圧Ｖt1以下の場合には、電流調整抵抗６に電流が流れて、有機ＥＬ素
子１に電流が流れず、該有機ＥＬ素子１が発光しない。このため、電流調整抵抗６といっ
た簡単な構成で、駆動トランジスタ２のゲート電圧Ｖgを設定するための画像信号の電位
（ここではＶdata）の振れ幅を抑制することができる。
【０１２８】
　したがって、本発明の「抵抗部材」は、有機ＥＬ素子の両電極間に印加される電圧が所
定の閾値電圧を超える場合には、抵抗部材及び有機ＥＬ素子の両方に電流が流れる。そし
て、有機ＥＬ素子に流れる電流に起因して該有機ＥＬ素子を発光させる。さらに、抵抗部
材は、有機ＥＬ素子の両電極間に印加される電圧が所定の閾値電圧以下の場合には、該抵
抗部材にのみ電流が流れて、有機ＥＬ素子に電流が流れず、該有機ＥＬ素子を発光させな
いようなものである。
【０１２９】
　なお、本変形例１では、電流調整抵抗６が１つであったが、２以上の電流調整抵抗６を
設けても良い。すなわち、有機ＥＬ素子１に対して電気的に並列に接続され、且つ駆動ト
ランジスタ２に対して電気的に直列に接続される少なくとも１つの電流調整抵抗６などと
いった抵抗部材が設けられれば良い。
【０１３０】
　　＜変形例２＞
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　上記第２実施形態では、２つのトランジスタ１２，１３が含まれる画素回路に２つの調
整トランジスタ１５，１６を適用した画素回路７Ｂを例示して説明したが、これに限られ
ず、異なる構成の画素回路に２つの調整トランジスタを適用しても良い。以下、具体例を
示して説明する。
【０１３１】
　図２１は、本発明の変形例２に係る画像表示装置１Ｄを構成する１画素分の画素回路７
Ｄの構成例を示す図である。変形例２に係る画像表示装置１Ｄは、上記第２実施形態に係
る画像表示装置１Ｂと比較して、概略構成は同様なものであるが、画素回路７Ｂが構成が
異なる画素回路７Ｄに変更されたことで、表示部２００Ｂが表示部２００Ｄに変更された
ものとなっている。具体的には、図２１に示す画素回路７Ｄは、有機ＥＬ素子２１、駆動
トランジスタ２２、Ｖth補償用トランジスタ２３、第１コンデンサ２４、第２コンデンサ
２８、第１調整トランジスタ２５、第２調整トランジスタ２６、および走査用トランジス
タ２７を備える。
【０１３２】
　有機ＥＬ素子２１は、アノード電極２１ａとカソード電極２１ｂとの間に有機ＥＬ素子
２１の閾値電圧を超える電位差が生じることによりアノード電極２１ａとカソード電極２
１ｂとの間に電流が流れて、発光する特性を有する。アノード電極２１ａは、有機ＥＬ素
子２１の発光時に正の高電位（例えば、＋１０Ｖなど）が付与されるＶDD線Ｌvdに対して
電気的に接続されている。
【０１３３】
　アノード電極２１ａは、接続点Ｃｔ１，Ｃｔ６を順次に介して第２調整トランジスタ２
６の第７および第９電極２６ｄｓ，２６ｇに対して電気的に接続されている。なお、本変
形例２では、アノード電極２１ａが本発明の「一端部」に相当する。
【０１３４】
　カソード電極２１ｂは、駆動トランジスタ２２を介して接地される。また、カソード電
極２１ｂは、接続点Ｃｔ２を介してＶth補償用トランジスタ２３の第１０電極２３ｄｓに
対して電気的に接続されている。更に、カソード電極２１ｂは、接続点Ｃｔ２，Ｃｔ５を
順次に介して第１調整トランジスタ２５の第５および第６電極２５ｓｄ，２５ｇに対して
電気的に接続されている。なお、本変形例２では、カソード電極２１ｂが本発明の「他端
部」に相当する。また、有機ＥＬ素子２１は、発光時と逆の電圧が印加されるとコンデン
サとして機能し、この容量（ＥＬ素子容量）Ｃol2を所定値Ｃ2とする。
【０１３５】
　駆動トランジスタ２２は、有機ＥＬ素子２１に対して電気的に直列に接続され、有機Ｅ
Ｌ素子２１における電流量を調整することで有機ＥＬ素子２１の発光輝度を制御するトラ
ンジスタである。ここでは、駆動トランジスタ２２は、ｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって
構成されている。この駆動トランジスタ２２は、第１から第３電極２２ｄｓ，２２ｓｄ，
２２ｇを有している。
【０１３６】
　第１電極２２ｄｓは、接続点Ｃｔ２を介して有機ＥＬ素子２１のカソード電極２１ｂお
よびＶth補償用トランジスタ２３の第１０電極２３ｄｓに対して電気的に接続されている
。また、第１電極２２ｄｓは、接続点Ｃｔ２，Ｃｔ５を順次に介して第１調整トランジス
タ２５の第５および第６電極２５ｓｄ，２５ｇに対して電気的に接続されている。更に、
第１電極２ｄｓは、有機ＥＬ素子２１が発光する際、すなわち有機ＥＬ素子２１に対して
順方向の電流が流れる際にドレインとして機能する。一方、有機ＥＬ素子２１に対して逆
方向に電圧が印加される際には、第１電極２２ｄｓは逆にソースとして機能する。
【０１３７】
　第２電極２２ｓｄは、接続点Ｃｔ７を介して接地させるための配線（接地用配線）Ｇd

および第２コンデンサ２８の他方電極２８ｂに対して電気的に接続され、有機ＥＬ素子２
１に対して順方向の電流が流れる際にソースとして機能する。一方、有機ＥＬ素子２１に
対して逆方向に電圧が印加される際には、第２電極２２ｓｄは逆にドレインとして機能す
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る。更に、第３電極２２ｇは、ゲートであり、接続点Ｃｔ３を介してＶth補償用トランジ
スタ２３の第１１電極２３ｓｄ、および第１コンデンサ２４の一方電極２４ａに対して電
気的に接続されている。
【０１３８】
　また、駆動トランジスタ２２では、第３電極２２ｇに付与される電位、より詳細には第
１電極２２ｄｓまたは第２電極２２ｓｄと第３電極２２ｇとの間（すなわちゲートとソー
スとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第１電極２２ｄｓと第２電極２２ｓ
ｄとの間（第１－２電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そして、
この第３電極（ゲート）２２ｇに付与される電位により、駆動トランジスタ２２は、第１
－２電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態
）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【０１３９】
　第１および第２調整トランジスタ２５，２６は、それぞれ駆動トランジスタ２２と同様
に、ｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって構成されており、略同一の性能を有し、電気的に直
列に接続されている。また、第１および第２調整トランジスタ２５，２６が直列に接続さ
れて構成される部分が、ＶDD線Ｌvdと接地用配線Ｇdとの間において、有機ＥＬ素子２１
に対して電気的に並列に接続され、且つ駆動トランジスタ２２に対して電気的に直列に接
続されている。
【０１４０】
　具体的には、第１調整トランジスタ２５は、第４から第６電極２５ｄｓ，２５ｓｄ，２
５ｇを有している。第４電極２５ｄｓは、第２調整トランジスタ２６の第８電極２６ｓｄ
に対して電気的に接続されている。第５および第６電極２５ｓｄ，２５ｇは、接続点Ｃｔ
５，Ｃｔ２を順次に介して有機ＥＬ素子２１のカソード電極２１ｂ、駆動トランジスタ２
２の第１電極２２ｄｓ、およびＶth補償用トランジスタ２３の第１０電極２３ｄｓに対し
て電気的にそれぞれ接続されている。さらに、第５電極２５ｓｄは、接続点Ｃｔ５を介し
てゲートである第６電極２５ｇに対して電気的に接続されている。
【０１４１】
　また、第１調整トランジスタ２５では、第６電極２５ｇに付与される電位、より詳細に
は第４電極２５ｄｓまたは第５電極２５ｓｄと第６電極２５ｇとの間（すなわちゲートと
ソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第４電極２５ｄｓと第５電極２
５ｓｄとの間（第４－５電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そし
て、この第６電極（ゲート）２５ｇに付与される電位により、第１調整トランジスタ２５
は、第４－５電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（
導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【０１４２】
　第２調整トランジスタ２６は、第７から第９電極２６ｄｓ，２６ｓｄ，２６ｇを有して
いる。第７および第９電極２６ｄｓ，２６ｇは、接続点Ｃｔ６，Ｃｔ１を順次に介してＶ

DD線Ｌvdおよびアノード電極２１ａに対してそれぞれ電気的に接続されている。また、第
７電極２６ｄｓは、接続点Ｃｔ６を介して第９電極２６ｇに対して電気的に接続されてい
る。第８電極２６ｓｄは、第１調整トランジスタ２５の第４電極２５ｄｓに対して電気的
に接続されている。
【０１４３】
　また、第２調整トランジスタ２６では、第９電極２６ｇに付与される電位、より詳細に
は第７電極２６ｄｓまたは第８電極２６ｓｄと第９電極２６ｇとの間（すなわちゲートと
ソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第７電極２６ｄｓと第８電極２
６ｓｄとの間（第７－８電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そし
て、この第９電極（ゲート）２６ｇに付与される電位により、第２調整トランジスタ２６
は、第７－８電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（
導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【０１４４】
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　Ｖth補償用トランジスタ２３は、駆動トランジスタ２２が通電状態となる場合の、駆動
トランジスタ２２の第２電極２２ｓｄに対する第３電極２２ｇの電位の下限値（所定の閾
値電圧Ｖth）を検出するとともに、駆動トランジスタ２２のゲート電圧を、閾値電圧Ｖth

（閾値Ｖth）に調整するトランジスタである。詳細には、Ｖth補償用トランジスタ２３は
、発光前において画素ごとに駆動トランジスタ２２のゲート電圧を閾値Ｖthに合わせるこ
とで、駆動トランジスタ２２における閾値Ｖthのばらつきを補償するＶth補償機能を実現
する。なお、ここでは、Ｖth補償用トランジスタ２３も、駆動トランジスタ２２と同様に
ｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって構成される。
【０１４５】
　このＶth補償用トランジスタ２３は、第１０から第１２電極２３ｄｓ，２３ｓｄ，２３
ｇを有している。第１０電極２３ｄｓは、接続点Ｃｔ２を介して有機ＥＬ素子２１のカソ
ード電極２１ｂ、および駆動トランジスタ２２の第１電極２２ｄｓに対してそれぞれ電気
的に接続されている。さらに、第１０電極２３ｄｓは、接続点Ｃｔ２，Ｃｔ５を順次に介
して第１調整トランジスタ２５の第５および第６電極２５ｓｄ，２５ｇに対してそれぞれ
電気的に接続されている。第１１電極２３ｓｄは、接続点Ｃｔ３を介して駆動トランジス
タ２２の第３電極２２ｇおよび第１コンデンサ２４の一方電極２４ａに対してそれぞれ電
気的に接続されている。また、第１２電極２３ｇは、補償制御線Ｌthに対して電気的に接
続されている。
【０１４６】
　また、Ｖth補償用トランジスタ２３では、第１２電極２３ｇに付与される電位、より詳
細には第１０電極２３ｄｓまたは第１１電極２３ｓｄと第１２電極２３ｇとの間（すなわ
ちゲートとソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第１０電極２３ｄｓ
と第１１電極２３ｓｄとの間（第１０－１１電極間）において流れる電流の量（電流量）
が調整される。そして、この第１２電極（ゲート）２３ｇに付与される電位により、Ｖth

補償用トランジスタ２３は、第１０－１１電極間（すなわちドレインとソースとの間）に
おいて電流が流れ得る状態（導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選
択的に設定される。
【０１４７】
　第１コンデンサ２４は、一方電極２４ａおよび他方電極２４ｂを備えて構成されている
。そして、一方電極２４ａは、接続点Ｃｔ３を介して、駆動トランジスタ２２の第３電極
２２ｇおよびＶth補償用トランジスタ２３の第１１電極２３ｓｄに対してそれぞれ電気的
に接続されている。また、他方電極２４ｂは、接続点Ｃｔ４を介して第２コンデンサ２８
の一方電極２８ａおよび走査用トランジスタ２７の第１３電極２７ｄｓに対してそれぞれ
電気的に接続されている。なお、ここでは、第１コンデンサ２４の保持容量を所定値Ｃs1

とする。
【０１４８】
　第２コンデンサ２８は、一方電極２８ａおよび他方電極２８ｂを備えて構成されている
。そして、一方電極２８ａは、接続点Ｃｔ４を介して、第１コンデンサ２４の他方電極２
４ｂおよび走査用トランジスタ２７の第１３電極２７ｄｓに対して電気的に接続されてい
る。また、他方電極２８ｂは、接続点Ｃｔ７を介して駆動トランジスタ２２の第２電極２
２ｓｄおよび接地用配線Ｇdに対して電気的に接続されている。なお、ここでは、第２コ
ンデンサ２８の保持容量を所定値Ｃs2とする。
【０１４９】
　走査用トランジスタ２７は、第１３から第１５電極２７ｄｓ，２７ｓｄ，２７ｇを有し
ている。第１３電極２７ｄｓは、接続点Ｃｔ４を介して第１コンデンサ２４の他方電極２
４ｂおよび第２コンデンサ２８の一方電極２８ａに対して電気的に接続されている。また
、第１４電極２７ｓｄは、画像信号線Ｌisに対して電気的に接続されている。さらに、第
１５電極２７ｇは、走査信号線Ｌssに対して電気的に接続されている。
【０１５０】
　また、走査用トランジスタ２７では、第１５電極２７ｇに付与される電位、より詳細に
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は第１３電極２７ｄｓまたは第１４電極２７ｓｄと第１５電極２７ｇとの間（すなわちゲ
ートとソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第１３電極２７ｄｓと第
１４電極２７ｓｄとの間（第１３－１４電極間）において流れる電流の量（電流量）が調
整される。そして、この第１５電極（ゲート）２７ｇに付与される電位により、走査用ト
ランジスタ２７は、第１３－１４電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電
流が流れ得る状態（導通状態）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設
定される。
【０１５１】
　なお、ＶDD線Ｌvdは、駆動トランジスタ２２に所定電圧を供給する。補償制御線Ｌthは
、Ｖth補償用トランジスタ２３を導通状態と非導通状態との間で切り替えるための信号を
供給する。走査信号線Ｌssは、走査用トランジスタ２７を導通状態と非導通状態との間で
切り替えるための信号を供給する。画像信号線Ｌisは、画素信号の電圧を第１コンデンサ
２４に供給する。また、図２１では、有機ＥＬ素子２１に所定の電圧を供給するための構
成として、高電位のＶDD線Ｌvdと低電位の接地用配線Ｇdとの間に有機ＥＬ素子２１を配
するようにしているが、低電位側をＶDD線Ｌvdに、高電位側を接地用配線Ｇdとして固定
電位にしたり、あるいは両者を駆動したりしてもよい。
【０１５２】
　次に、変形例２に係る画像表示装置１Ｄの画素回路７Ｄの駆動について説明する。
【０１５３】
　図２２は、有機ＥＬ素子２１を発光させる際の信号波形（駆動波形）を示すタイミング
チャートである。図２２では、横軸が時刻を示し、上から順に、(ａ) ＶDD線Ｌvdに付与
される電位（電位Ｖdd）、(ｂ)補償制御線Ｌthに付与される電位（電位Ｖtt）、(ｃ)走査
信号線Ｌssに付与される信号の電位（電位Ｖsl）、(ｄ)画像信号線Ｌisに付与される信号
の電位（電位Ｖlis）、の波形が示されている。
【０１５４】
　また、図２２では、有機ＥＬ素子２１を１回発光させるための駆動波形が示されており
、１回の発光に係る期間は、時間順次に、準備期間Ｐｔ１（時刻ｔ２１～ｔ２２）、Ｖth

補償期間Ｐｔ２（時刻ｔ２２～ｔ２３）、初期化期間Ｐｔ３（時刻ｔ２３～ｔ２４）、書
込期間Ｐｔ４（時刻ｔ２４～ｔ２５）、および発光期間Ｐｔ５（時刻ｔ２５～）を備えて
構成される。なお、書込期間Ｐｔ４における電位Ｖlisは、各有機ＥＬ素子２１の発光輝
度によって決まる任意の値であるため、図２２では、当該電位が存在し得る範囲に斜線ハ
ッチングが便宜的に付されている。
【０１５５】
　図２３から図２７は、変形例２に係る画像表示装置１Ｄを駆動させる際に、各期間にお
いて発生する画素回路７Ｄの電流の流れを黒塗りの矢印で例示する図である。図２３から
図２７では、画素回路７Ｄのうち、電流の流れに寄与する回路は太線で示され、電流の流
れにほとんど寄与しない回路は細線で示されている。
【０１５６】
　以下、図２２および図２３から図２７を適宜参照しつつ、変形例２に係る画像表示装置
１Ｄの駆動方法について説明する。
【０１５７】
　○準備期間Ｐｔ１：
　準備期間Ｐｔ１では、ＶDD線Ｌvdの電位Ｖddが低電位（－Ｖp）、補償制御線Ｌthの電
位Ｖttが低電位（ＶgL）、走査信号線Ｌssの電位Ｖslが高電位（ＶgH）、画像信号線Ｌis

の電位Ｖlisが高電位（例えば、１０Ｖあるいは１５Ｖといった画素信号の最大電位ＶdH

）に設定される。このとき、走査用トランジスタ２７が導通状態、Ｖth補償用トランジス
タ２３が非導通状態、駆動トランジスタ２２が導通状態となる。なお、ここでは、第１お
よび第２調整トランジスタ２５，２６において白抜き矢印で示すように、接続点Ｃｔ５か
ら接続点Ｃｔ６に向けて若干の電流Ｉd0が流れる。但し、この電流Ｉd0は非常に小さな電
流である。したがって、図２３で示すように、接地用配線Ｇdから、駆動トランジスタ２
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２を介して、有機ＥＬ素子容量Ｃol2へと電流が流れ、有機ＥＬ素子２１のＥＬ素子容量
Ｃol2に電荷が蓄積される。
【０１５８】
　○Ｖth補償期間Ｐｔ２：
　Ｖth補償期間Ｐｔ２では、補償制御線Ｌthの電位Ｖttが高電位（ＶgH）とされ、電位Ｖ

ttが高電位となるタイミングに若干遅れてＶDD線Ｌvdが基準電位（ここでは０Ｖ）に設定
される。その一方で、走査信号線Ｌssの電位Ｖslが高電位（ＶgH）で維持される。なお、
画像信号線Ｌisの電位Ｖlisは、このＶth補償期間Ｐｔ２に移行する直前に基準電位（こ
こでは０Ｖ）とされ、電位Ｖlisは基準電位で維持される。このとき、Ｖth補償用トラン
ジスタ２３が導通状態となり、駆動トランジスタ２２のゲートとドレインとが接続される
。その結果、図２４で示すように、駆動トランジスタ２２のソースに対するゲートの電位
が閾値電圧Ｖthに達するまでＥＬ素子容量Ｃol2および第１コンデンサ２４に蓄積された
電荷が放電され、駆動トランジスタ２２を介して接地用配線Ｇdという経路で電流が流れ
る。そして、駆動トランジスタ２２のゲートとソースと間の電位差が駆動トランジスタ２
２の閾値電圧Ｖthに達すると、駆動トランジスタ２２が非導通状態となる。なお、この時
点で、第１コンデンサ２４の両極端には閾値電圧Ｖthの電圧が生じている。
【０１５９】
　○初期化期間Ｐｔ３：
　初期化期間Ｐｔ３では、ＶDD線Ｌvdの電位Ｖddが基準電位（ここでは０Ｖ）、走査信号
線Ｌssの電位Ｖslが高電位（ＶgH）に維持される。その一方で、補償制御線Ｌthの電位Ｖ

ttが低電位（ＶgL）に設定される。また、画像信号線Ｌisの電位Ｖlisが、例えば画素信
号の最大電位（ＶdH）に設定される。このとき、駆動トランジスタ２２が再度導通状態と
なる。その結果、図２５で示すように、有機ＥＬ素子２１から駆動トランジスタ２２を介
して接地用配線Ｇdという経路で電流が流れ、ＥＬ素子容量Ｃol2に残存する電荷が放電さ
れる。この動作により、有機ＥＬ素子２１自身における残存電荷による発光への影響が回
避される。
【０１６０】
　また、この初期化期間Ｐｔ３では、図２２で示すように、初期化期間Ｐｔ３の途中で、
画像信号線Ｌisの電位Ｖlisが最大電位（ＶdH）から基準電位（ここでは０Ｖ）に設定さ
れる。そして、画像信号線Ｌisが基準電位（ここでは０Ｖ）に設定された後、所定時間経
過後に、走査信号線Ｌssが高電位（ＶgH）から低電位（ＶgL）に設定される。
【０１６１】
　○書込期間Ｐｔ４：
　書込期間Ｐｔ４では、ＶDD線Ｌvdの電位Ｖddが基準電位（ここでは０Ｖ）、補償制御線
Ｌthの電位Ｖttが低電位（ＶgL）に維持される。その一方で、画像信号線Ｌisに画素信号
が供給されて、電位Ｖlisが画素信号の電位（画素信号に応じた所定のレベルの電位）Ｖd

ataに設定される。そして、電位Ｖlisが電位Ｖdataに維持された状態で、走査信号線Ｌss

に走査信号が供給されて、電位Ｖslが高電位ＶgHに設定される。このとき、走査用トラン
ジスタ２７が導通状態となり、図２６で示すように、画像信号線Ｌisから走査用トランジ
スタ２７を介して第２コンデンサ２８に電流が流れ、第２コンデンサ２８には画素信号に
応じた電圧が保持される。なお、本変形例２では、全画素回路について一括に画素信号の
書き込みが行われず、各走査信号線Ｌssに共通して接続される複数の画素回路（画素回路
群）ごとに順次画素信号の書き込みが行われる。
【０１６２】
　○発光期間Ｐｔ５：
　発光期間Ｐｔ５では、ＶDD線Ｌvdの電位Ｖddが高電位ＶDD、画像信号線Ｌisの電位Ｖli

sが基準電位（ここでは０Ｖ）に設定される。その一方で、補償制御線Ｌthの電位Ｖttが
低電位（ＶgL）、走査信号線Ｌssの電位Ｖslが低電位（ＶgL）に維持される。このとき、
駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖthを保持する第１コンデンサ２４と画素信号に応じた
電圧を保持する第２コンデンサ２８とが直列に接続され、両者の電圧の和が駆動トランジ
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スタ２２のゲートとソースとの間に印加される。その結果、図２７で示したように、駆動
トランジスタ２２が導通状態となり、ＶDD線Ｌvdから有機ＥＬ素子２１と駆動トランジス
タ２２とを順次に介して接地用配線Ｇdに向けて電流が流れ、有機ＥＬ素子２１が発光す
る。
【０１６３】
　そして、変形例２に係る画像表示装置１Ｄでは、上記第２実施形態に係る画像表示装置
１Ｂと同様に、有機ＥＬ素子２１と電気的に並列に第１および第２調整トランジスタ２５
，２６が設けられている。このため、駆動トランジスタ２２のゲート電圧Ｖgが０Ｖの場
合には、第１および第２調整トランジスタ２５，２６に電流が流れて、有機ＥＬ素子２１
には電流が流れない。したがって、変形例２に係る画像表示装置１Ｄでは、上記第２実施
形態に係る画像表示装置１Ｂと同様な効果が得られる。さらに、有機ＥＬ素子２１に電流
が流れる場合とは逆方向に電圧を印加して、有機ＥＬ素子２１をコンデンサとして利用す
ることもできる。また、Ｖth補償用トランジスタ２３が設けられて、有機ＥＬ素子２１が
コンデンサとして利用されつつ、Ｖth補償機能が実現される。このため、駆動トランジス
タ２２の特性のばらつきを補償しつつ、有機ＥＬ素子２１を所望の輝度で発光させること
ができる。
【０１６４】
　　＜変形例３＞
　上記第１実施形態では、発光時に高電位側となる給電部Ｐvd側から接地用配線Ｇdに向
けて、有機ＥＬ素子１と駆動トランジスタ２とがこの順番で電気的に直列に接続されたが
、これに限られない。例えば、発光時に高電位側となる給電部Ｐvd側から接地用配線Ｇd

に向けて、駆動トランジスタと有機ＥＬ素子とがこの順番で電気的に直列に接続されても
良い。以下、このような構成の具体例について説明する。
【０１６５】
　図２８は、本発明の変形例３に係る画像表示装置１Ｅを構成する１画素分の画素回路７
Ｅの構成例を示す図である。変形例３に係る画像表示装置１Ｅは、上記第１実施形態に係
る画像表示装置１Ａと比較して、概略構成は同様なものであるが、画素回路７Ａが構成が
異なる画素回路７Ｅに変更されたことで、表示部２００Ａが表示部２００Ｅに変更された
ものとなっている。具体的には、図２８に示す画素回路７Ｅは、有機ＥＬ素子３１、駆動
トランジスタ３２、走査用トランジスタ３３、コンデンサ３４、および調整トランジスタ
３５を備える。
【０１６６】
　有機ＥＬ素子３１は、有機ＥＬ素子１と同様な構成を有し、アノード電極３１ａからカ
ソード電極３１ｂに向けて発光層を流れる電流の量（電流量）によって発光輝度が変化す
る発光素子である。アノード電極３１ａは、接続点Ｃｐ３３，Ｃｐ３２を順次に介して、
駆動トランジスタ３２の第３電極３２ｓｄおよびコンデンサ３４の他方電極３４ｂに対し
てそれぞれ電気的に接続されている。また、アノード電極３１ａは、接続点Ｃｐ３３を介
して、調整トランジスタ３５の第４電極３５ｄｓに対して電気的に接続されている。カソ
ード電極３１ｂは、接続点Ｃｐ３４を介して接地用配線Ｇdに対して電気的に接続されて
いる。また、カソード電極３１ｂは、接続点Ｃｐ３４，Ｃｐ３５を順次に介して調整トラ
ンジスタ３５の第５および第６電極３５ｓｄ，３５ｇに対してそれぞれ電気的に接続され
ている。なお、本変形例３では、アノード電極３１ａが本発明の「一端部」に相当し、カ
ソード電極３１ｂが本発明の「他端部」に相当する。
【０１６７】
　駆動トランジスタ３２は、有機ＥＬ素子３１に対して電気的に直列に接続され、有機Ｅ
Ｌ素子３１における電流量を調整することで有機ＥＬ素子３１の発光輝度を制御するトラ
ンジスタである。ここでは、駆動トランジスタ３２は、ｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって
構成されている。この駆動トランジスタ３２は、第１から第３電極３２ｄｓ，３２ｓｄ，
３２ｇを有している。
【０１６８】



(27) JP 2010-79056 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

　第１電極３２ｄｓは、有機ＥＬ素子３１の発光時に正の高電位（例えば、＋１０Ｖなど
）が印加される給電部Ｐvdに対して電気的に接続されている。そして、第１電極３２ｄｓ
は、有機ＥＬ素子３１が発光する際、すなわち有機ＥＬ素子３１に対して順方向の電流が
流れる際にドレインとして機能する。一方、有機ＥＬ素子３１に対して逆方向に電圧が印
加される際には、第１電極３２ｄｓは逆にソースとして機能する。
【０１６９】
　第２電極３２ｓｄは、接続点Ｃｐ３２，Ｃｐ３３を順次に介して、アノード電極３１ａ
および調整トランジスタ３５の第４電極３５ｄｓに対してそれぞれ電気的に接続されてい
る。また、第２電極３２ｓｄは、接続点Ｃｐ３２を介してコンデンサ３４の他方電極３４
ｂに対して電気的に接続されている。そして、第２電極３２ｓｄは、有機ＥＬ素子３１が
発光する際、すなわち有機ＥＬ素子３１に対して順方向の電流が流れる際にソースとして
機能する。一方、有機ＥＬ素子３１に対して逆方向に電圧が印加される際には、第２電極
３２ｓｄは逆にドレインとして機能する。
【０１７０】
　第３電極３２ｇは、いわゆるゲートであり、接続点Ｃｐ３１を介して走査用トランジス
タ３３の第７電極３３ｓｄ、およびコンデンサ３４の一方電極３４ａに対して電気的に接
続されている。
【０１７１】
　また、駆動トランジスタ３２では、第３電極３２ｇに付与される電位、より詳細には第
１電極３２ｄｓまたは第２電極３２ｓｄと第３電極３２ｇとの間（すなわちゲートとソー
スとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第１電極３２ｄｓと第２電極３２ｓ
ｄとの間（第１－２電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そして、
この第３電極（ゲート）３２ｇに付与される電位により、駆動トランジスタ３２は、第１
－２電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態
）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【０１７２】
　調整トランジスタ３５は、駆動トランジスタ３２と略同一の性能を有し、給電部Ｐvdと
接地用配線Ｇdとの間において、有機ＥＬ素子３１に対して電気的に並列に接続され、且
つ駆動トランジスタ３２に対して電気的に直列に接続されている。そして、この調整トラ
ンジスタ３５は、第４から第６電極３５ｄｓ，３５ｓｄ，３５ｇを有している。第４電極
３５ｄｓは、接続点Ｃｐ３３を介して有機ＥＬ素子３１のアノード電極３１ａに対して電
気的に接続されている。また、第４電極３５ｄｓは、接続点Ｃｐ３３，Ｃｐ３２を順次に
介して、第３電極３２ｓｄおよび他方電極３４ｂに対してそれぞれ電気的に接続されてい
る。第５電極３５ｓｄは、接続点Ｃｐ３５，Ｃｐ３４を順次に介してカソード電極３１ｂ
および接地用配線Ｇdに対して電気的に接続されている。更に、第５電極３５ｓｄは、接
続点Ｃｐ３５を介していわゆるゲートである第６電極３５ｇに対して電気的に接続されて
いる。
【０１７３】
　また、調整トランジスタ３５では、第６電極３５ｇに付与される電位、より詳細には第
４電極３５ｄｓまたは第５電極３５ｓｄと第６電極３５ｇとの間（すなわちゲートとソー
スとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第４電極３５ｄｓと第５電極３５ｓ
ｄとの間（第４－５電極間）において流れる電流の量（電流量）が調整される。そして、
この第６電極（ゲート）３５ｇに付与される電位により、調整トランジスタ３５は、第４
－５電極間（すなわちドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態
）と、電流が流れ得ない状態（非導通状態）とに選択的に設定される。なお、本変形例３
では、調整トランジスタ３５が本発明の「抵抗部材」に相当する。
【０１７４】
　走査用トランジスタ３３は、画像信号線Ｌisの電位を駆動トランジスタ３２の第３電極
（ゲート）３２ｇに付与するタイミングを制御するトランジスタである。ここでは、走査
用トランジスタ３３も、駆動トランジスタ３２と同様にｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴによって
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構成されている。
【０１７５】
　この走査用トランジスタ３３は、第７から第９電極３３ｄｓ，３３ｓｄ，３３ｇを有し
ている。そして、第７電極３３ｄｓは、画像信号線Ｌisに対して電気的に接続されている
。また、第８電極３３ｓｄは、接続点Ｃｐ３１を介して駆動トランジスタ３２の第３電極
（ゲート）３２ｇおよびコンデンサ３４の一方電極３４ａに対して電気的に接続されてい
る。更に、第９電極３３ｇは、いわゆるゲートとして機能し、走査信号線Ｌssに対して電
気的に接続されている。
【０１７６】
　また、走査用トランジスタ３３では、第９電極３３ｇに付与される電位、より具体的に
は第７電極３３ｄｓまたは第８電極３３ｓｄと第９電極３３ｇとの間（すなわちゲートと
ソースとの間）に印加される電圧値が調整されることで、第７電極３３ｄｓと第８電極３
３ｓｄとの間（第７－８電極間）における電流量が調整される。そして、この第９電極（
ゲート）３３ｇに付与される電位により、走査用トランジスタ３３は、第７－８電極間（
ドレインとソースとの間）において電流が流れ得る状態（導通状態）と、電流が流れ得な
い状態（非導通状態）とに選択的に設定される。
【０１７７】
　コンデンサ３４は、一方および他方電極３４ａ，３４ｂを有している。そして、一方電
極３４ａは、接続点Ｃｐ３１を介して、駆動トランジスタ３２の第３電極３２ｇおよび走
査用トランジスタ３３の第８電極３３ｓｄに対して電気的に接続されている。また、他方
電極３４ｂは、接続点Ｃｐ３２を介して、駆動トランジスタ３２の第２電極３２ｓｄに対
して電気的に接続されている。また、他方電極３４ｂは、接続点Ｃｐ３２，Ｃｐ３３を順
次に介してアノード電極３１ａおよび第４電極３５ｄｓに対してそれぞれ電気的に接続さ
れている。
【０１７８】
　なお、ここでは、１つの画素回路７Ｅに着目して説明したが、有機ＥＬディスプレイＡ
Ａ全体では、画素回路７Ｅが多数存在する。また、有機ＥＬ素子３１を発光させる際の信
号波形（駆動波形）は、第１実施形態に係る画像表示装置１Ａと同様なものとなる。
【０１７９】
　そして、この変形例３に係る画素回路７Ｅでは、第１電極３２ｄｓとカソード電極３１
ｂとの間にカソード電極３１ｂよりも第１電極３２ｄｓの方が電位が高くなるように電圧
が印加された状態で、第３電極３２ｇに付与される電位の変化に応じて、アノード電極３
１ａとカソード電極３１ｂとの間の電圧が閾値電圧Ｖt1を超える場合は、第１－２電極間
およびアノード電極３１ａとカソード電極３１ｂとの間に電流が流れて、有機ＥＬ素子３
１が発光する。また、アノード電極３１ａとカソード電極３１ｂとの間の電圧が閾値電圧
Ｖt1以下となる場合は、第１－２電極間に電流が流れる一方で、アノード電極３１ａとカ
ソード電極３１ｂとの間には電流が流れず、有機ＥＬ素子３１が発光しない。
【０１８０】
　以上のように、変形例３に係る画像表示装置１Ｅでは、第１実施形態に係る画像表示装
置１Ａと同様に、有機ＥＬ素子３１の両電極間に印加される電圧が所定の閾値電圧Ｖt1を
超える場合には有機ＥＬ素子３１に電流が流れて該有機ＥＬ素子３１が発光する。その一
方で、有機ＥＬ素子３１の両電極間に印加される電圧が所定の閾値電圧Ｖt1以下の場合に
は、調整トランジスタ３５に電流が流れて、有機ＥＬ素子３１に電流が流れず、該有機Ｅ
Ｌ素子３１が発光しない。このため、駆動トランジスタ３２のゲート電圧Ｖgを設定する
ための画像信号の電位（ここではＶdata）の振れ幅を抑制することができる。
【０１８１】
　　＜その他の変形例＞
　◎例えば、上記実施形態では、発光素子として有機ＥＬ素子１，１１，２１，３１が用
いられた構成を示して説明したが、これに限られない。発光素子は、例えば、無機材料で
構成された発光ダイオード（ＬＥＤ）など、その他の発光素子であっても構わない。
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【０１８２】
　◎また、第１実施形態および変形例３では、有機ＥＬ素子１，３１に対して１つの調整
トランジスタ５，３５が電気的に並列に設けられたが、これに限られない。例えば、有機
ＥＬ素子１，３１に対して、発光時にソースとなる電極とゲートとが電気的に接続された
２以上の調整トランジスタが電気的に並列に設けられても良い。
【０１８３】
　◎また、第２実施形態および変形例２では、第１および第２調整トランジスタ１５，１
６，２５，２６が電気的に直列に接続された部分が、有機ＥＬ素子１１，２１に対して電
気的に並列に設けられたが、これに限られない。発光時にソースとなる電極とゲートとが
電気的に接続された１以上の第１調整トランジスタと、発光時にドレインとなる電極とゲ
ートとが電気的に接続された１以上の第２調整トランジスタとが電気的に直列に接続され
ている部分が、有機ＥＬ素子１１，２１に対して電気的に並列に設けられれば良い。
【０１８４】
　◎なお、上記第１および第２実施形態、ならびに変形例１～３で記載した構成について
は、矛盾しない範囲で適宜組み合わせても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
【図１】本発明の実施形態に係る画像表示装置の概略構成を例示する図である。
【図２】本発明の実施形態に係る表示部の概略構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る１画素分の画素回路の構成例を示す図である。
【図４】第１実施形態に係る表示部の駆動波形を示すタイミングチャートである。
【図５】調整トランジスタの特性を模式的に示す図である。
【図６】駆動トランジスタのゲート電圧と有機ＥＬ素子の電流との関係を示す図である。
【図７】有機ＥＬ素子の両端間に印加される電圧と、有機ＥＬ素子を流れる電流との関係
を模式的に示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る１画素分の画素回路の構成例を示す図である。
【図９】画素回路で発生する寄生容量を模式的に示す図である。
【図１０】第１および第２調整トランジスタの特性を模式的に示す図である。
【図１１】第１および第２調整トランジスタに係る電圧と電流との関係を模式的に示す図
である。
【図１２】第２実施形態に係る表示部の駆動波形を示すタイミングチャートである。
【図１３】Ｃs初期化期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図１４】準備期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図１５】Ｖth補償期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図１６】書込期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図１７】発光期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図１８】本発明の変形例１に係る１画素分の画素回路の構成例を示す図である。
【図１９】電流調整抵抗の特性を示す図である。
【図２０】有機ＥＬ素子の両端間に印加される電圧と、有機ＥＬ素子を流れる電流との関
係を模式的に示す図である。
【図２１】本発明の変形例２に係る１画素分の画素回路の構成例を示す図である。
【図２２】変形例２に係る表示部の駆動波形を示すタイミングチャートである。
【図２３】準備期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図２４】Ｖth補償期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図２５】初期化期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図２６】書込期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図２７】発光期間での画素回路における電流の流れを例示する図である。
【図２８】本発明の変形例３に係る１画素分の画素回路の構成例を示す図である。
【図２９】ａ－ＳｉＴＦＴの特性を模式的に示す図である。
【符号の説明】
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【０１８６】
　１，１１，２１，３１　有機ＥＬ素子
　１ａ，１１ａ，２１ａ，３１ａ　アノード電極
　１ｂ，１１ｂ，２１ｂ，３１ｂ　カソード電極
　１Ａ～１Ｅ　画像表示装置
　２，１２，２２，３２　駆動トランジスタ
　５，３５　調整トランジスタ
　６　電流調整抵抗
　１５，２５　第１調整トランジスタ
　１６，２６　第２調整トランジスタ

【図１】 【図２】
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